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ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La presente invencién se refiere a la impresién y
el fotocopiado electrostdticos y particularmente a la impre-
sibn y fotocopiado electrostdticos con un disefio mejorado de

componentes y sistemg. = = = = = = = = - - -

Las impresoras y fotocopiadoras electrostdticas com

parten cierto numero de caracteristicas en comin como regla
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géherél, si bien realizan procesos diferentes. Las iﬁpreso—

ras y fotocopiadoras electrogtdticas que son capaﬂcs de pro-

'ducir una imagen sobre papel corriente pueden contrastarse

en general en fUncldn del método ¥y del aparato utilizado pa-
ra crear una imagen electrostética latente sobre un elemento
intgrmedio. Ias miquinas de copiar suelen hgcerlo;ca:gando

unif;rﬁéﬁente un fofoédnﬁucﬁor electrostéticameﬁté‘éﬁ la obg

curidad Yy exponiendo Gpticamente el fotocanductor cargado a

aen --

~ ua imagen que correspande a la imagen que se ha de reprodu-

cir. las mAquinas de imprimir eleetrostétleamente'uﬁilizan
medios no dptlcos para crear una imagen electrostétiéé laten
te sobre ma superficie dieléctrica, en respuesta a'ina se-
ﬁal que 1ndica e, imagen que se ha de crear, Tedricamante,
después de la oreacidn de la imagen latente electrostética,
podria utillzarse el mismo gparato para realizar 1as etapas
commes de virar 1a imagen, transferirla a papel corriente,
¥ preparar el elemento que lleva la imagen electrostdtica la
tente para u ciclo subaiguiente, normalmente por borrado de
wa imagen electrostética latente residual. De hecho seria

deseable estandarizar el aparato pare realizar estas funcio-

nes.------—m-—-—-——----—-—---p-—-

El viraje de la imagen‘latente electrostdtica so-
bre un fofoddﬁduétor ¥y las efapaa subéiguienteé de proceso
causan problemas no presentes en las néquinas de imprimir
eiéctfbstéticas. Ia transferencia del virador del fotocanduc

tor debé éiiminérse, generalﬁeﬁfe por un cepillo limpiador.



10.

15.

20.

25,

El proceso de limpieza, repetido varias veces,'puede daflar
la deliecada superficie del fotoconductor. Ademés,;igg numepg'
sas etapas de procesoc conducen a un sistema fotocg@}qdor com

plejo y COB080, = = = = = = = = = = = = = .= - - -

Una solucién a este problema, conocida qﬁléa téeni

. cay implica una transferencia de la imagen électrostética lg

tente registradé delreiemenfo fdtocoﬁ&uctor aAun eléhento 7
dieléctrico mds duradero, donde tlene lugar el revelado, la
transferencia y la llmpleza. Ello limita el fotoconductor 8
una funcién registradora, quizd con borrado postransfbren—

cia de cualquier imagen electrostétlca r381dual ;,4}- - -

Un sistenma que utlliza eate concepto 8e describe
por G. Krulik y H. Sable en la patente estadounldense nQ
3.937.5T1 y por H. Sable en la patente estadounidense n9
3.907.560. Aqui, se forma la imagen electrostéticé léxente
sobre un tambor de 1magen por medlo de uns rejilla modulado-
ra de iones, que permlte que los 1ones pasen en un dibujo cg
rrespondiente a la imagen orlginal ¥y de ahf sobre el tambor
de imagen. EL uso de una tal rgjillares laborioso, no obstan
te, y en particular da como resultado un tiempo excesivo pa-

ra la primera cOpif: = = = = = = = = c - . - .- -——

Otro sistema electrofotogrdfico de esta naturaleza
se da a.conocer por W.R. Buchan y otros en la patente estadg
unidense n? 3.947.113 y en la patente estadounidense ne

4.015.017. En este método, se transfiere el virador (toner)
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de un tambor fotoconductor a una correa de transfereno;a in-
termedia de siliconas. Este aparato es igualmente;vpluminoso
y no evita totalmente la necesidad de eliminar el virador re

sidual del elemento fotocomductor, = = = = = = = = = = = = =

-----

Se han analizado los sistemas que utilizgn.la
tranaferencia de carga entre dos 1dmings aialantes "en el
campo del fotocopiado, este fenémeno ha recibido las inicia-
les T.E.8.I., que significan Transferencia de Imagen Electrog
tdtica. Este proceso seé describe en Xerography and Relate
Process, publicado por John H. Desrauer y Harold E;.qlark,
The Focal Press, Londres y Nueva York, 1965, en la pigina
432. T.E.S.I. conf{a en una ruptura de espacio de aire en la
zona entie dos elementos aislantes, que da como resultado
una transferencia de carga de un elemento o otro a través de
una ionizacién del aire interpuesto. E1 problema especial

que estd asociado con la transferencia de carga al producir—

se el acercamiento de dos lédminas aislantes con un potencial

"aplicado externo es el de la transferencis disruptiva de car

ga. El resultado tfpico de la transferencia disruptiva de

carga es un moteado de la imagen transferida. — = = = = = -

Un problema que ocurre muy a menudo eh los apara~-
tos electrogréficos convencionales es el de unas caracterié-
ticas de déscarga de fotoconductor indeseables. Entre la car
ga y exposicién wniforme del fotoconductor, hay invariable-
mente cierta pérdida de potencial debido a la denominada des

carga obscura. Durante la exposicién a la imagen de luces y
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sombras, el fofoconducfor pierde tedricamenté su carga segin
la intensided de exposicién alaluz y la du;aci&é’ééi tiempo
de dicha exposicién. las éurvés de déécérga (cﬁrv%§:@p poten
cial fotoconductor en funciéﬁ del tieﬁpo), no obstante, inva
riablemente no demuestran una funcldn 11neal de potencial de.

w332

fotoconductor respeeto del tlempo, el réglmen de descarga ge

-

neralmente dlsmlnuye con el tlempo ¥ la curva se acaba en
una meseta correspondlente a un potenclal residual, por deba -

jo del que no hay descarga. Estas caracteristicas dan como

resultado un potenclal de contraste menor -1a dlferencla en

" tre el potencial residual ¥y el potencial 1nmed1atamen$e antes

de exposicién- que dismlnuye el contraste de la 1magen de vi

‘rador. Ademds, la falta de llnealldad en la zona de alta ten

8ifn de la curva de descarga da como resultado una pérﬁlda
de fldelidad para el homélogo electrostétlco de la 1magen ép
tica origlnal. La presencia de un potenclal resxdual en un

dlspos1t1vo fotocoplador de alta veldeldad conduce al proble

ma adlclonal de acumilacién de potenclal re51dual, lo que

ocurre cuando hay un borrado 1nsuf1c1ente de la 1magen resi-

dual entre cicloS. = = = = = = = = = = = = - - oo

Se han emprehdido numeroéos enfoquéé'én 1a fofma—
cién de una 1magen latente electrostética pera la 1mpre816n.
electrostétlca. Las técnlcas corrlentes 1ncluyen el uso de
ruptura de espacio de alre, descargas de corona y descargas
de chlspas. Otras técnicas utlllzaban,la triboelectr1c1dad,

radiacién (alfa, beta y gamma, asi como rayos Xy luz ultra-
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violeta) y ruptura de microondas. = = = = = = = = = = = = =

N
5 1
“ - )

k3

Un enfoque particular de la técnlca ant;rior utili
28 estiletes metélicos a dlstancia diminuta de la superflcie
del tambor de transferencza dieléctrica. Los estiletes reci-
ben impulsos eléctricos para: proporcionar una imagen elec-
trostética 1atente por ruptura de espacio de aire. Esta téc-
nica adolece del inconveniente de no permitir el multiplexa— '
do de los estiletes de carga. Ademds, la necesidad"@é‘mante-
ner una distancia muy pequefia de ruptura de eapacfo’db aire
exige unas tolerancias extremadamente estrechas que limitan
la practicabilidad de esta técnica. Es necesario que - se man-
tenga el espacio de entre 0,0005 y 0,002 cm para poder ope-
rar con potenciales aplicados a niveles razonables y mante~
ner la integridad de la imagen de carga. Incluso en este ca-
80, la imagen de carga latente no es uniforme de modo que la
imagen virada electrostéticgmente resultante carece de buena

definicifn y llenado del punto, = = = = = - - - .- -

Otro tipo de impresora electrostética encontrada
en la técnica anterior utiliza una fuente de iones en forma
de wm punto o alémbfe de corona utiiizado éanjuntamente con
uﬁa méséara defini&ora de imagen las descargas de corona se
utilizan también.casi exclusivamente en las fotocopiadoras
eléctrostéticas péra cargar la superficie fotoconductora an-
tes de la exposicién. Desgraciadamente, las descargas de co~
rong estandérd proporcionan corrientes limitadas. La m4xima

densidad de corriente de descarga obtenida hasta ahora ha Bi
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do del orden de 10 microamperios por centimetro cuadrado.

Ello puede 1mponer una grave llmltacldn sobre la velbcldad

]

de impresxén. Ademés, las coronas pusden crear 81g41f1cantes

X T N

problemas de entretenlmlento. Los élambres para descargas de

corona son pequefios y fréglles ¥y se rompen f401lmente. Dado

Jaau

sus elevados potenciales de operacidn, recogen sucxedad ¥

polvo y deben limpiarse o substituirse con frecuencza. -

v .

Una técnica alternatlva para formar descargas de
corona de elevada den51dad es de utlllzar corrlentns de aire
de elevada velocidad. Por eaemplo, 8i se utiliza aire a ele-
vada pre516n con un pequeﬁo oriflclo en el punto Ge descarga :
de corona, se dice que pueden obtenerse denszdades de corrien
te tan elevadas como de 1. 000 mlcroamperlos por centimetro
cuadrado (Proceedings of the Conference on Static Electrlflca
tlon, Londres 1967, péglna 139, de The Instltute of Physxcs
and ?hysical Soclety, Londres SW1) Esta técnlca es laborlo-

sa, no obstante, ¥y requlere tanto una fuente de aire a pre~

8ibn coma una geometria critlca para 1mped1r w fallo eléc-

trico prematuro. T e e e e e e ... ... - - -

Otro método de formar iones, Que:es pafticularmente
Util en las apllcaclones electrostétlcas, utiliza una descar
ga -de chlspa eléctrica. Unas patentes estadounldenses repre-
sentativas son la 3.321. 768 concedlda a B.E. Byrd' 3.335.322
concedida g H. Epsteln, 3. 545 374 COncedlda a C.D. Hendrlcks,

Jr.; y 3.362. 325 concedlda a W.P. Foster. Se descrlbe ung,

téenica de descarga de chlspa de baja-energia por Krekow ¥y |
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Schrém en IEEE transactions dn Electronic Devices, E.D.-21

48, pégina 189, Marzo, 1974. la descarga por chisne eléctri-

ca es objeciunable, no obstante, en los casos en qﬁa se de-
seen o se necesiten corrientes 16nicas uniformes. Esg particu '
larmente asI cuando 1a descargs tiene lugar sobre la superfi

cie de un dieléctrico. T R

Después de formacidn de la imagen electrostética
1a£ente sobre un elemento dieléctrico en la impresidn elec~
trostética, ° después de wna transferencia al mismo por TESI
en una fotocopiadora, es deseable utilizar wma auperficie
dieléotrica de suficiente resistividad para retensr.la ima-
geﬁ eleétrbstética latente hﬁéta el viraje. Ademds, én el ca
so de un éistema'qﬁevimplica una transferencia por presién
de la imééen vifa&a sobre otro’ elemento, ea preferible que
la supérficie dieléctrica posea las propiedades de lisura y

duréza que faciliten una transferencia debida, = = = = = = =

Una realizacidn preferida de 1a invencidn incorpo-
ra una capa de aluminio anodizado impregnada para tal super-

ficie dieléotrica. ----- .

A Ia anodizaoi&n del aluminio y las aleaciones de
aluminio es un proceso électrolitieo que se utiliza para pro
ducir gruesas capas de §xido con wna dureza substancial., Ta-
les revestimientos deben distinguirse de las pelfculas natura
les de 6xido que son normalmente preseﬁtes sobre superficies
de aluminio y de los délgados revestimientos de barrera for—-
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mados electroliticamente, = - = At -—————
C@idi é: v -,

La anodizacidén de a.luminio para ‘formar kry;aoe re-
vestimientos dieléctricos tiene lugar en un baﬁo electroliti
co que contiene wn 4oido tal como ol dcido sulfﬁrico u ox4li
co. las técnicas de produccién, propiedades Y apli:ga?iones
de los revestlmientos £ruesos de 6xido de alumimo vse descri
ben con detalle en "The Surfa.ce Treatment and Fmi’shing of
Aluminum end its Alloys" (El tratamiento superficialy el
acabado de aluminio y sﬁs:aleac;iohea) por S. Wemicjg‘fy R.
Pinner, 48 edicibn, 1972, publica.do por Robert Draper Ifbd.,
Peddmgton, Ingla.terra. (capitulo IX, pégina 563) Ta.les re-
vest:.mentos son extremadamente duros y superiores mecém.ca-
mente al aluminio no revestido. No obstante, los revestimien .
tos contienen poros en 1a forma de finos tubos, con una poro-
side.d del orden de 1010 a 1012 poros por pulgada eua,drada.
(6 45 cm’ ) Las porosidades tiplcas van del 10 al 30 por

cientoenvolumen,—-.,-—..-..-....-.'_—--..7-..--..

Para propiedades mecénicas me;}oradas asl como para

impedir manchas, es la préctma corr:.ente sella.r los poros.

IIna técenica estandard de sellado 1mp11ca. h:.dra,ta.r parcia.lmen

te el 6x1do medlante mmersidn en a,gua. hlrva.ente, que normal

mente contlene c:Lerta.s sa.les de niquel. - - - -'- - -

Otro método de sella.r w elemento de alummlo ano=-
dlza.do se da. a conocer por Quamtance en la. patente estadoum

dense nﬂ 3.715.211. Se trata de un método de sellado en fr.{o
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por la fotopolimerizacidn de wn lfquido orgénico aplicado a

s superficie anodizada, = = = = = = = = - = = o " - -

k)

Otro aspecto de los sigtemas de 1mprealén y fotoco
piado elactrostéticos es el método y el aparato utillzado ra
ra transferlr y fuamonar la imagen virada sobre una hoja re-
ceptora. El sistema de impresidn por transferencia de R.
Perley, patente estadounidense n® 3.701.996, enseﬁa la trang
ferencia y fusién por presidn simulténeas haciendo pasar ua
hoja receptora entre los tamborea de transferencia y. presién.
En la patente estadounidense n? 3.874.894 concedida a P.
Pederson, se proporciqna un mangulto de nylon-6 sobre al me=-
nos uno de los dos rodillos de presidn pero se utilizan los
tambores sdlo para fijar el virador ya transferido, una dispo

sicldn que aﬁade umna complejidad significante al sistema glo

bals = = =~ == m e e e e e e e e e e m o mm-— .-

Oonsiguientemente, es la finalidad principal de la
invencidn proporciOnar un aparato para la impreszdn y el fo-
tocoplado electrostéticos con un disefio mejorado de componen

tes y sistema. Una finalidad primaris de la invencidn es una

compatibilidéd de diéeﬁo para el aparato de impresién y foto

copiado de la invencién. Otra finalidad primaria es la provi
8ién de un aparato de impresidén y fotocopiado de elevada ve-

locidad cdn.una exéelenfe calidad de imageh. - - - -

Otra finalidad de la invencién es la provisién de

un sistema de fotocopiado en papel corriente que es simple,
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compacto ¥ de bajo coste. Una flnalldad relac1onada es el lo

gro de wm sistema de fotocoplado que requlere menos axapas

"J

de proceso que los sxstemaa convencionales. Otra flnalldad
relacionada es la prov1816n q&zuﬁWs?stgmaxdercopiado en pa-~
pel corriente que tiene una f%ayectorla extremadamente corta

;..:.4

¥y sencilla para el papel. = = = = = = = = = m - - - - - -

Otra finalided de la inveﬁcidn es proporcibnar‘un
sistemg electrofotogréficd més fiable y exento de'ehfbeteni-
miento con wn elemento fotoconductor de eficacia j,%ida.aﬁ—
mentadas. Una flnalldad relacionada es ev1tar la neugaldad de

limpiar el elemento fotoconductor. il R

Otra finalidad de la invencién es disefiar wn siste

ma que es indiferente a propiedadeé eléctricas idiosincréti-

 cas de fotoconductor. Partlcularmente, es convenlente que el

sistema electrofotogréflco evite los problemas 1nherentes en

la presencia de un potenclal res;dual asi como caracteristl—
cas no lineales en la parte baaa de una curva de descarga de

fotoconductor. - e e e - ——- - R - - -

Otr& finalidad'de la invenci6h:és él manténimientb
de wna calidad razonable de imsgen durante la transferencia
inicial TESI en wn sistema electrofotogréfiéo. Una finalidad

re1a01onada es ev1tar la transferencia de carga dlsruptlva en

tre un fotoconductor ¥y un elemento de 1magen dleléctrlca.

Otra finalidad de la 1nvenc16n es lograr un sistema de copla

do en papel corriente en que el tlempo requerldo para generar
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la pfimera.copia es réducido. - e - - - .-

Otrs finalidad de la invencién es redueir 18.8 tole
rencias mecénlcas criticas en proporclonar s, lmagen elec~
trosté.tica latente en una J.mpresora electrostética. Un obje-
to relaclonado e8 reducir los problemas de entretenimiento
asociados con 1a. formacidn de una tal imagen. Otra. finalidad
dé la iﬁveﬁeidn es facilitar lé generacién de iones;’parficg
léimente 8 eievadaa‘densidades de corriedte, pafa s& ugo en

la impresién y fotocopiado électroatéticos, asl ccmo en

.otras aplicaéidnea; L T A R N R I T

Otra finalidad es proporcionar una fuente fiable y
estable de iones. Una finalidad rela.ciona.da es sn.mpllfica.r
el entretenimiento y eliminar las caracteristicas objeciona—
bles de hilos de corana, incluyendo la fragilidad Yy tenden—
cia a recoger polvo y suciedad. Otra finalidad de la inven—
cifn es proporcionar wna fuente de icnes ficilmente controla
da. Una finalidad relacionada es propofcionar una fuente de

iones susceptible de multiplexado, = = = = = = = = = = = = =

Una finglidad adicional de la invencién es generar
cdrriéntes iénicas para su uso en 1a produccién de imégeneé
eiectrostéticas.én que se mantiene la integridad de la ima-
gen de carga.' Una finalidad relacionada es lograr imdgenes
de carga 6omparativamente uniformes que puedan virarse con

buena definicidn ¥ llenado de puntoe = = = = = « =« = = = - ~
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Otra finalidad de la invencién es lograr wa tambor
de transferencia con una resistiv1dad superficlal au;;ciente
pars impedir la degradacldn de la imagen desde el momento en
que se presenta la 1ma.gen ala sug%rf}o;%g {%B._Séa ?43‘ 88 vire
la imagen. Otra finalidad es utilizar una auperficie con una
elevada resistencia a la abrasién h'j suflclente lisura para
proporcionar uma transferancia completa del virador a una ho
Jja receptora. Otra finelidad es realizar ung superficie de
transferencia no sujeta a deformacidn significante.,- - - -

. ] ' 3u:f

Otra finalided es facilitar el borrado de. imigenes

elactrostdticas latentes residuales. Una fihalida@ﬁiélacidqg

da es evitar imfgenes fantasma en los ciclos subsiguientes

Vdeimpzr‘eSiGn.---—--—----‘---'---..-......_

RESUMEN DE IA INVENCION

En el logro de las finslidades arriba citadss y £
nalidades relaéianadas, la in&encidn engloﬁa dos realizacio-
nes béslcas, las de una fotocopiadora y las de una 1mpreeora_
electrostdtica. Ia invencién también 1ncluye verios eomponen
tes preferidos g utilizar en las reallzaclones bésicas arri- -
ba citadas. Fl generador de iones preferi&o-de'1a'invencidn
puede utilizafse paia‘piecargar el elemeﬁtb fétoconducfér en
la primera realizacldn b691ca, y para formar la imagen 1aten
te electrostdtica en la segunda realizacidn bésica ¥ puede '
utilizarse también en otras apllcaclones. Un elemento foto-

conductor de tres capas es aproplado para la fotocopladora
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de la invencidn, que implica TESI. Un dieléctrico impregnado
de aluminio anodizado recibe una imagen latente eléc@rostéﬁ;

ca en wna %ersién préferida de ambas realizaciaheg}péaicas.

‘De acuerdo con un aspecto de la invencidn, la foto

copiadora y la impresora electrostitica de las dos realiza—

-ciones bésicas utilizan medios diferentes para crear una ima

gen electrostética latente sobre un elemento dieléctrico, pe
r0 8 continuacidn-pueden utilizar técniocas idénticas'para vi
rar la imagen latente electrostética y pare efectisr las eta.
pas subsiguientes del proceso. En la fotccopiadora de la pri
mera realizacidn, se forma una imagen electrostética sobre

un elemento fotorreceptor por medios épticos convencicnales,

¥y se transfiere a wn elemento dieldetrico por TESI. En la im

presora electrostética de la segunda realizacién bésica, Be

: formé una imageh latente electrostitica sobre un elemento

diéléétrico por medio del generador de iones preferido de la

invencifn, = = = = « = = « I e

De acuerdo con la primera realizacién bédsica de la
invencidn, el aparato electrofotogrdfico comprende un elemen
to fotooonductor, un tambor dieléetrico de imagen, y distin-

tos puestos de proceso. El elemento fotoccnductor contiene

una superficie fotoconductora y un substrato interior conduc

tor, mientras que el tambor dieléctrico de imagen contiene
una capa superficial aislante y un substrato conductor. De
acuerdo con una versién preferida de esta primera realiza-

cibn, los elementoé arriba citados adoptan la forma de tambo
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res cilindricos. En un aspecto ééoéiad6 dé ésfa realizabi&n, ,
se forma una imagen electréstétiéa latehfé caigando-uniforme
mente la superficie fotoconductora en la obscurldédné se. ex-
pone a un dibujo de luces y sombras correqundlente a la ima
gen orlglnal que se ha de reproducir. A continuacldn _Be
transfiere]a imagen electrostéxica latente 8 1a sﬁg;iflcie
del tambor dieléctrlco de imagen.- Puede utlllzarse una lﬁmpa
ra de borrado para dascargar una imagen latente residual 50—
bre la superficie fotoconductora después de 1a transferencla
de 1magen. De acuerdo con otro aspecto de la prlmerafrealiza
c16n bésica de la 1nvenc16n, se transflere la 1magen elec-
trostitica latente del elemento fotoconductor al tambor die-
léctrlco de imagen llevando la superflcle de este ﬁltlmo o}
bzen en contacto 0 b1en en estrecha proximidad con 1a zona
portadora de 1magen de aquél. Puede introduclrse un potenclal |
de polarlzaclén externo entre los substratos conductores de
estos elementos. Se efectda la transferencla de carga por me
dio de wna ruptura de espaclo de aire, al lograr u poten=-
cial de umbral. De acuerdo con wna versién preferlda de la
prlmera realizacién bésica, el elemento fotoconductor puede
cdntener,uha capa semiconductora entre la superficie fotbcog
ductora y el substrato conductor. Esta construceidn prefefi—
da del elemento fotoconductor impide una trahéfeiencia de
carga disruptiva de ﬁélreiemento al tambor dieléctrico de imé

gen y mejora la calida@ de la imagen electrosfética léfente

transferida. - - - R R A e T - — -

En la segunda realizécidﬁrfésiéa de lg invencién
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correspondiente él iﬁpresor electrostdtico sme férma une ima-
gen electrostdtica latente sobre un elemento dieléctrico dé
imagen por medio del generador de iones preferido de 1a inven
cidn. El generador de iones preferido de la invencldn sirve
para aplicar un potencial enire dos electrodos separados por
umn elemento dieléctrico macizo para causar una ruptura eléc~
trica del espacio de aire en zonas de campo- marglnal. Los io
nes asi producidos luego pueden extraerse de la descarga y
aplicarse a otro elemento. En wa realizacién preferida, el
otro elemento puede ser un soporte conductor con un revesti-
miento dieléctricc. De aeuerﬂo con un aspecto del gensrador
de iones preferido, el potencial iniciador de descarga es
una tensidn alterna de elevada frecuencia y se logra la ex-
traceidn utiligando una tensién continua. De acuerdo con otro
aspecto del generador de iones de la invencién, los iones ex
traidos pueden utilizarse directamente o] aplicarse a8 materia
en particulas que se mueve bado la accién de un campo eléc-
trico. Tales particulas cargadas pusden utilizarse para for-
mar un dibujo electrostético utilizando, por ejemplo, un
electrodo de descarga con un espacio de aire canfigurado de
acuerdo con la canfiguracidn de un cardicter o simbolo para

el que se desee una imagen cargadfis = = = = = = = - =« = - -

De acuerdo con otro aspecto del gemerador de iones
preferido de la invencién, los electrodos pueden ser eleétgg
dos miltiples que forman puntos de cruce en una matriz; Se

extraen loa iones de las aberturas de electr&do en punfoa de
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cruce seleccionados de la matriz proporclonando simulténea~
mentes wna descarga eléctrica en las aberturas seleccxpnadas

L

y un campo externo de extraccién. de iones. - ~ = - - —--

.-

Los iones extraidos pueden utilizarse para formar
una imagen latente electrostética gue subslguientemente se
vira y se fusiona. Lg imagen puede formarse sobra laacapa
dieléctrica y transferlrse a papel corrlente. Alternatlvamen
te, la materis en particulas cargada puede dep051tarse gobre
el papel corriente para fofmar une imagen visibié,;@irecéggg
se sobre uné'éuperficie conductora. De acuerdo oon'otro ag-
pecto del generador de iones preferzdo de la 1nvenc16n, el
aparato se forma por un elemento dleléctrlco maclzo que sepa
ra dos electrodos, al menos uno de los cuales tlene un borde
en la superficie del elemento dleléctrlco. Cuando ge aplica
una tensién entre los electrodos, por e;emplo una tensl6n al
terna en la gama de frecuenclas de aproxlmadamente 60 Hertz
hasta aproxlmadamente 4 Mégahertz, se produce una descarga
eléctrzca entre uno de los electrodos y la superflcle dieléc
trica. Los electrodos, que pueden ser iguales 0 dlferentes,
pueden adoptar una amplia varledad de formas, incluyendo-una

rejilla o tela metélica tejida de malls abierta, - = = = = -

En wna realizacién aiternétiva'dél generador de io
nes preferido de la invencidn, sé ﬁ%iliza un teréer electro-
do para controlar la descarga de’ los iones generados segﬁn
se descrzbe arriba. Se apllca un potenclal alterno de eleva~

da frecuen01a entre el primer electrodo "impulsor" ¥ el segun
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do electrodo de "control". El tercer electrodo de "rejilla"
estd aeparak}o del-electrodo de control por una seg&ancapa
de materia_dieléctrica. los iones producidos por ia,}uptura
de espacio de aire pueden exiraerse con sujecién afia' ine
fluencia del electrodo de rejilla y aplicarse & otr'o‘elemen-.-
dor de iones con tres electrodos, el electrodo de ‘i‘bfj;i.lla im
pide wn borr_ad6 indeseado de la imagen cuando una iﬁ"agen‘
electrostéﬁca latente formada .anteriormente Be ha.lla presen
te por debajo del generador de iones y no se apiic;a- tna ten-
sifn de extraccién al electrodo de cron“t':rol. De acuerdo con
otro aspecto de la realizacién con tres el'ectrodbé{ ;1 elec~
trodo de rejilla proporciona una accifn de lente electrostd-
tica qué puede utilizarse para controlar el tamafio y forma
de las imigenes electrostiticas formadas por el generador de

iones de la invenciln, = = = =« = = = = @ 0 - - - - - - - - -

En ambas realizaciones bésicas de la invenqi'dn,‘ la
imagen electi'ostétioa latente sobre el elemento dieléctirico
de imagen se vira pa.ra_formar un homélogo visible. Entonces
se transfiere la imagen virada a un medio receptor. Pueden
incluirse medios para limpiar la superficie del elemento die
1éctrico de imagen y para descargar cualquier imagen resi-
dual que haya. sg‘bre ei MiBMOs = = = = = = = = = = = = « =« -

En wna versién preferida de ambas realizaciones b4
sicas, el elemento dieléctrico de imagen incluye wna capa su
perficial comsistente en 6xido de aluminio anodizado impreg-
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do. Un tal elemento se forma de acuerdo con la invencl6n por
la deshidratacién prellmlnar de un elemento de aluminlo ano-r
dizado, después de lo cual se impregnan las aberturas super-

ficiales del elemento deshxdratado para lograr una realst1v1

dad y propiedades dleléctrlcas me;oradas. De acuerdo con un

aspecto de esta reallzacidn preferlda, las aberturas superfl.
clales del elemento dleléctrico 8son poros; tales oomo los
que se encuentran presentea en el reVestimlento de dmido pro
ducido por la anodlzacién del elemento conductor. De acuerdo
con otro amspecto de esta realizacidn preferida, la daahidra—
tacién tiene lugar calentando el elemanto dleléctrico en un
vacio 0 en una caja seca con desecante con ung humedad rela-
tha por debaao del 10 por czento. El calentamlento 82 produ

ce deseablemente a una temperatura de entre aprox1madamente

1 602C y aproxlmadamente 18090, 51endo la temperatura preferi-~

da de alrededor de 10090. El periodo de calentamlento es de-

seablemente de unas ocho horas.'Q - e e e o o

De acuerdo con otro aspecto de esta realizaclén
preferlda, el elemento dleléctrlco Be 1mpregna con una resi-
na orgdnica selecclonada de una clase consistente en lag re-
sznas susceptlbles de curado por luz ultrav1oleta, las resi-

nas de pollamlda, las resxnas acrzladas por luz ultravioleta

' y las resinas epoxi. termocuradas. De acuerdo con otro aspec-

to de esta realiZacldn preferlda, el elemento dieléctrlco en
un substrato conductor por debaao de una capa dleléctrlca

que tlene poros substancialmente exentos de humedad. Estos
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ﬁoros se sellan en su estado exento de humedad con un mate-
riai_resihoao para lograr propiédgdes dieléctricas y de re-

siéfividéd méjorédés. - e - - - = === S ———— -

Bn contraste con la técnica anterior en la que
héy un residub inevitable de humedad atmosférica en los pd—
ros, esta fealizaéidn preferida provee al sellado de los éo-
ros en su ésfédo substancialmente exento de humedad rara eli

mihér los éfectos adversos de la humedad atraééda en los po~

De acuerdo con una versién particular de ambas res
lizaciones bdsicas, la imagen visible virada sobre el tambor
dieléétrico dé imagen puede transferirae a wn medio receptor
con fijaéién simulténea por presién. Se aplica la presién
cuando una banda o lémina receptora pasa entre el tambor die
léctrico de imagen y wn rodillo de presifn en wn punto de

fangencia &e ios 308 elementoBe = = = = = = = = = = - - - -

De acuerdo con otro aspecto de ambas realizaciones
bdsicas, dos rasquetas metdlicas pueden estar dispuestas jun
to al tambor dieléetrico de imagen-y el rodillo de presién
para limpiar'la superficie del tambor y del rodillo después
de la transférencia de la imagen. Cualquier imagen residual
sobre el témbor dieléctrico de imagen puede bararse por elec
trodos en ambos ladoé de la capa dieléctrica, entre los que
se producen descargas de corriente alterna de elevada fre—

cuencia. El borrado también puede efectuarse por wn conductor
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o semiconductor puesto a masa mentenido en contacto fntimo
con la superficie de la capa dieléctrica. E1l conductor pues-
t0 a masa puede ser una rasqueta metéllca fuertemente carga~

da y el semiconductor puesto a masa puede ger un rodxllo se-

miconductor. = = = = = = = = = = A S -
BREVE DESCRIPCION DE IOS DIBUJOS

La Figura 1 es una vista esquemdtica de todo el
eparato electrofotogrdfico de acuerdo con una versidn prefe-

rida de la primera realizacién bésica de lg invenciéhj - - -

la Figura 2 es una v1sta en seccién parclal de la
regldn de proximidad de un elemento fotocanductor un tam—

bor dieldctrico de 1magen, - - - - e mm e — . ———- -

la Figura 3 es wna v1sta esquemética de w elemen—
o fotoconductor de correa y un tambor dleléctrlco de 1magen,
de acuerdo con una ver31dn alternat1Va de la prlmera reallza

cién bédsica de la lnvencldn, . e - - - ... - -

la Figuré 4 es una visfa'en seccibn y en perspecti
va de un elemento de transferencla de carga aue utillza un
conjunto fotorreceptor de acuerdo con una reallzaclén prefe—

rlda de la. invencldn, - e . - - . e R ... —.-—-— -

la Figura 5 es una vistg en seccidn y en perspeetl
va de un elemento de transferencla de carga que utlllza un

congunto fotorreceptor de acuerdo con una realizacién alter-
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nativa de la invencifn; =~ = - = = = = .- - .- -

la Figura 6 es una vista esquemdtica de una impre-
gora por transferencia electrostitica de acuerdo zon la se-

gunda realizacién Sé.sica de la invencifn; = = = =+ = =« = =

la Figura 7 es wna vista en seccién parcial de un
grupc borrador de carga para una impresora o' fotocopiadora

electrostdtica de acuerdo con la invencifn; = = = = = = = =

la Figura 8 es una vista en seccién parcial de un
grtii)o borrador de carga para una impresora o fotocoﬁigdéra
electrostdtica de acuerdo con una realizacién a.ltei'nativa de

léiﬁvenéidn;--------‘---------e-r-----

la; Figura 9 es ung vista esquemitica en seccifén de

un generadbr de 'iones de acuerdo con la invencifng « = = = -

la Figura 10 es wna vista en seccién esquemdtica

de un generador y extractor de iones de acuerdo con la inven

cién;-- ----- - END B m SR YN AR E EN R A WP WP TR G MR B G S e

la Figura 11 es una vista en planfa. de un genera-

dor de iones pé.ra. su uso en la impresiém electrostdtica; - =~

la Pigura 12 es una vista en planta de un genera-
dor de iones de matriz paras una impresora electroété.tica de

matrizdeAptm'bos;- ----- I e
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la Figurs 13 es una vista en perspectn.va pa.rclal

~ de un modelo fisico de un generador de iones de acuerdo con

la;nvencidn;---—---'----Kéjé;&b‘ 7{.---

la Figﬁra 14 e8 wna vista esquemftica doiuixa foto-
copiadora ilustrativa que utiliza el generador de iones de

la FIgUra 13; = = = = = o = e e e e e m e Cmm i h oo

la Figura 15 es una vista en seccldn de una i‘uente

altema.twa de iones de acuerdo con la invencldn, - -

la Figura 16 ez wna viata en seccidn de wa' sistema
de carga de a.erosol para la 1mpres:.6n por matriz de pantos de
elevada velocidad de acuerdo con el generador de. 1ones de la

mveneidn ---------—---:.-——f-’-—---—-

la Figura 17 es una v:Lsta en seccidn de un sistema
de 1mpres:.6n de exploracldn lineal que utiliza el método de

generacién de iones de la mvencldn; - — - - - - - - -

la F:Lgura 18 es une. v:.sta, en secc16n de un precip1
tador electrostét:.co de acuerdo con el m&todo de generac:.én

delonesdelainvencidn'----------...'..-....--

la Figura 19 es una gré.fica. que ilustre la relacién
entre la tensién del electrodo .v la tensn,dn del papel de

acuerdo con el método de generao:.én de 1ones de la inven-
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la Pigura 20 es una vista en perspectiva de una
imagen electrogréfica virada sobre un elemento dielédetrico
con forro conductbr segdin se produce por el generador de io-

nes de matriz de la Figurg 12§ = = = = = = = = = = 51— ---

la Figura 21 es una vista en seccién esquemdtica
de wn generador de icnes de acuerdo con una realizacifn al-

ternativa de la invencifng = = = = = = = - .-

la Figura 22 es una vista esquemtica en seccién de

um geneiadof y extractor de iénes de acuerdo con la.realiza-

cién de la Migura 21 == === = = == = = = = = i

la Figura 23 es una vista esquemftica de ma cireui
to}altenhativo para utilizarse en el generador y extractor

de iones de 1a Figura 22, = = = = = = = = = = = = = = = = =

DESCRIPCION DETALLADA DE IA INVENCION

I. INTRODUCCION

Ia preseﬁte invencién se presenta én doa realiza-
ciones bdsicas, el mparato electrofotogréfico de doble trans
ferencié que es la materia de la seccién II y el aparﬁto de
iﬁpfasidn‘por transferencia electrostdtica que se da a cono~
cer en la seccién IV, Eatas dos realizaciones son diferentes
en cﬁahfb a los'medios por los que Be crea uma imagen'elec-
trostdtica latente sobre un rodillo dieléctrico de imagen; a

continuacién pueden utilizarse aparatos idénticos en ambos.
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Las secciones III, V ¥y VI ge dedican a distintas

~ caracterfsticas subsidiarias que se uxilizan ventaaosamente

en una o ambas de las cltadas reallzaclones, pero. que tienen
también una utllldad méds general. El fotorreceptor de tres
capas de la seccidén III se utiliza con provecho cuando se de

sea que una 1magen electroatétlca latente formada en un ele-

: mento fotoconductor se transflera a otro elemento*&ieléctri—

3

co. El generador y extractor de ianes de la seccloh é’que
puede utlllzarse en cualqulera de las dos reallzaciones, pue
de aplicarse también a la descarga electrostdtica, . preclplta
cién, separacldn Yy reveatlmlento Yy en general a la impresién
¥ copiado de oficing electrostétlcas. Los elementos de alumi
nio anodlzado 1mpregnados de la seccldn VI son qproplados ra
ra apllcaClQneS que requieren buenas propledades dleléctrl-
cas y una superflcie lisa dura. Estas son cualldades que se
Prefieren en el rodlllo de fonmacldn de 1magen de ambas rea-

lizaciones b551cas. ----- - — e e e mecalia. - -

II. SISTEMA ELECTROFOTOGRAFICO DE DOBIE TRANSFERENGTA
e, D OUNE TRUNSFRRENCIA

Debe hacerse referencla a las Flguras 1-3 para una

descripcién detallada de wn aparato electrofotogréflco de do

: ble transferencla. El sistema electrofotogréflco de. la prime

ra reallzaclﬁn b581ca de 1la anencldn tal como se ilustra en

10 en la Figura 1 comprende tres clllndros h'g dlstlntos pues-

-

tos de proceso. e e e - . e .. e e e o o

El cilindro superior es un elemeﬁtO'fétocdndﬁEtor '



5e

104

154

20.

25.

- 26 -

11 que incluye un revestimiento fotoconductor 13 soportado

gobre wn substrato conductor 17, con un substrato semiconduc
tor 1ntermedio 15. Este elemento fotocanductor de tres capas
se trata con detalle en la seccién III a continuauign. Mate-
riales ventajosos para la capa éuperficial fotocanduétora 13
incluyen él sulfuro de cadmio en polvo disperso en un aglome
rante de resina, (se utiliza el sulfuro de cadmio de grado

fotoconductor, modificado ti{picamente con subetancias acti-

vantes tales como cobre y eloro), el sulfoselenuro de cadmlo

'én polvo disperso en un aglutinante resinoso (definido por

la f£6rmula CdS Sey, donde x+y =1), 0 fotocanducforas orgé
nicos tales como el complejo equimolar de polivinilcarbazol

y trinitrofluorenofa. = = = = = = = = = = = = = = f f"- - -

El fotoconducfor se carga electrostdticamente de
modo uniforme en un puesto 19 de carga y luego se expone en
el puesto 21 de exposicién para formér sobre la superficie
del fotoconductor una imagen latente electrostdtica de un
original. E1 fotéconductor puede cargarse véntajosamente uti
lizéndo un'éonjunto convencional de alambre de deséarga de
corona 0 altermativamente, puede cargarse utilizando el es-
quema de generador de iones descrito en la subseccién VA, a
continuacién (vééhe lg Figura 14). La imagen 6ptica que prb-
pdrcicna la imagen latente sobre el fotoconductor puede gene
rarse pér cualquiera de varios esquemas explorsdores 6pticos
bien conocidos a los técnicos en la materia. Esta imagen la-

tehte se transfiere a un cilindro dieléctrico 25 coﬁsistente
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en una capa dieléctrica 27 sobre wn cilindro météi;cb 29. la
imagen electrostdtica latente sobre el eilindro dieléctrico
25 se v1ra Yy se transflere por pre816n a un medio receptor
que s8e alimenta entre el clllndro dleléctrlco 25 y ?n rodl-
5; 1lo 37 de transferencia. Pueden 1ncluirse medios para ellml-
nar el virador residual del c111ndro 25 y del rodlllo 3y
para borrar cualquier 1magen electrostétlca remanente sobre
el cilindro 25 después de la transferencia (se 1luatran en
43, 45 y 47). El aparato para virar y efectuar las euapas
10. subsiguientes, ilustrado de modo general en 30 en la. ngura

1, se trata con detalle en 1a subsecclén IVB a cont.nuaclén.

ER A

El método mediante el cual se transflere una img~
gen electrostétlca latente del fotoconductor 11 al clllndro
' dleléctrlco 25 utillza una transferencla de carga por ruptu-
154 ra de espaclo de aire. El proceso de cargar unlformemente ¥y
exponer la superflcle fotoconductora 13 da como resultado ung,
. distr1buc16n de densidad de carga correspondlente & la ima-
€en expuesta y un dlbujo de potenclal varlable de la superfl :
cie fotoconductora 13 respecto del substrato cunductor 17
20. Puegto a masa. cqn referencla a 1a Flgura 2, la zuna cargada
del fotoconductor 11 se hace glrar a una poszc16n de estre-
cha proxlmidad (no més de 5 mlléslmas de un centimetro) a la
superf1c1e dieléctrica 27. Se aplica wm potencial externo 33'
entre electrodos en los substratos conductores 17 y 29,
25. los dos tambores. Unas clfras tiplcas aqui serian de una ear

£8 1nlclal de aproximadamente 1.000 voltlos sobre la capa fo
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toconductoras 13 a ios que se afiaden unos 400 voltios adicio-
nales por el potencial 33 aplicado exteriormente. lLa carga
acumulada de 1.400 voltios disminuye en unos 800 voltios du-

rante el proceso de exposSiciln, = = = = = «w w = == v - -~

~ El1 proceso de transferencia de ca:ga requiere que

esté presenfe wn esfuerzo eléctrico suficienfe en el espacio
de aire para provocar la ionizacién del aire. El potencial
requerido dapende del espesor y de las constantes dieléotri-
cas de los materiales aialantea, asl como de la magnitud del
espacio de aire, segin se trata en Dessauer ¥y Clavk, \

Xerography and Related Process, the Focal Press, Londres Yy
Nueva York, 1965, en la pdgina 427. El esfuérzo eléqtpioo va
riard segin la densidad de ia carga local, pero si §8 sufi-
ciente para provocar ung rupturé del espacio de aire, dard
como resultado una transferencia de carga de la supérficigb
fotoconductora 13 a la superficie dieléctrica 27, en un dihg
Jo que duplica la imagen latente. Ello quiere decir que debe
generarse un cierto potencial de umbral a través del espacio
de aire; Aproximadamente la mitad de la carga se tranaferird,
dejando un potencial de alrededo: de 600 voltios en ia super
ficie dieléotrica 27c = = = = = = = = m = == = = = = = = -

El potencial umbral necesario puede existir como

‘resultédo detla carga y exposicién uniformes de la superfi-

cie fotoconductora 13, o puede utilizarse un potencial aplica
do exteriormente en adicidn. Suele mejorarse la calidad de

la imagen medisnte el uso de un potencial externo. « = = - =
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Un punto importante en una apllcacién electrofoto-
gréfica de eate tipo de transferencia de carga es el de man-
tener la integridad de la imagen electrostdtica laxente. Ello-
exlge eatar al tanto del fendmeno de la transferencfa de car
ga disruptzva, que tiene lugar bajo ciertas condlciones cuag
do se efectia la transferencia dé'carga al producirse la
aproximacibh de las dos superficies éisléntes. Se’h&ﬁobaerva
do que la adlcldn de una capa semiconductora 15 entfé la ca-
pa 13 de superfzcze fotoconductorg y el substrato uqnductor
17 reduce conszderablemente este efecto en comparaeiﬁn eon
el uso del fotoconductor corrlente de dos capas. Sl bien el
fenbmeno pcr el que la capa semlconductora ellmlna la ruptu-~
rg disruptiva no se entlende por completo, se cree_gyg la
constante de tiempo introducida por esta capa semiéonductora
tiene el efecto de suavizar o reducir el cbmpbrtamiento pre-
cipitédé asociado de otra forﬁa édﬁ la iuptura disruptiva.
Se dan a conocer en la seceién III g cbntiﬁﬁacién; céracte-
risticas y materlales aproplados de capa., El uso de esta
construccién preferida del elemento fotoconductor 11 eviia
uw moteado y emborronamiento de detalle de 1la imagen trahsfe
rlda. Una gama tipica de distanclas de espaclo de aire para
la transferencla de carga utillzando esta configuracién seria

del orden de 0,5 a 1,5 milé51mas de pulgada (O 00127 a
0,0038 em)y = = = = - - - o - - - e - - -

El uso de este método de transferencia de carga

- alivia algunos de los problemss resultantes de las céractérig
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ticaa'de descarga indeseables del elemento fotocanductoi. El
uso deAun potehcial de polarizacidén externo para lograr un
potencial de umbral deja una tensidn mds elevada en el tam-
bor dieléctrico gué geria el caso en un sistema dé(fransfe- '
rencis ¥nico que cuenta con el potencial de cantraéhé de la
sﬁpérficie fotoconductora. Ello; a su vez, da como resultado
ﬁn mayor contraste entre las partes claras y obscuras de la

imagen visible virada, = = = = = = = = = = = = = = === = =

AE Y

\\\\\

particularmente con ciertos fotoconductores que exhiben fati

&8, es necesario descargsr la imagen latente residual :que

permanece sobre el fotoconductor después de que sq.@&itrans-

ferido la imagen latente a la superficie dieléctricéw27. Eg~

te borrado puede realizarse convenientemente por una limpars
23 de. borrado que debe préporcionar suficiente iluminacién
para descargar el fotoconductor por debajo de algin nivel
exigido. La l4mpara 23 de borrado pgede adoptar la forma de

una ldmpara fluorescente o incandescente. = = = = = « =« = «

En un ejemplo operativo especifico de wn slstema
electrofotogréfico de acuerdo con la invencién, el sistema
est4 montado segln se ilustira en la Figura 1. El ntcleo con-
ductor cilfndrico 29 del cilindro dieléetrico 25 se mecaniza
a partir de aluminio 7075-T6 a un didmetro de siete centime-
tros y medio. La longitud de este nicleo cilindrico, sin con
tar los cojinetes mecanizados, es de veintidos centimetros y

medio. Se enmascaran los cojinetes y se anodiza el aluminio
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mediante el uso del proceso Sénford (ver s. Wernick y R.
Pinner, "The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and

its Alloys" ("El1 tratamiento superficial y el acabado de ‘alu

- T

minio y sus aleaciones"), Robert Draper Ltd., 42 ndicidn,
1971/72, Vol. 2, pédgina 567) El espesor de la caps’ de “6xido
de aluminio acabada es de 60 micras. Arcontinuacién se ca~
lienta el nidcleo conductor 29 en un horno dé vacio- a’-una tem
peratura de 1502C durante 12 horas ¥y luego se permi;é en~
friarse a 502C. Una vez retirado del horno, se revzste .por
ceplllado el nfcleo cilindrico con uma resina epoxilde baja
viscosidad (resina R9—2039 de la Hysol Co. - 100 partes en
peso; endurecedor H2-3404 - 11 partes en peso) Se. permite
que la resina epoxi impregne los poros ¥y entonces,se quita
el exceso sobre la superficie. Se cura la resina epox1 a 782
dursnte 18 horas en un horno de VacIo, formando de esta mane
ra la superficie dieléctrica 27. Entonces la superficie 27
del cilindro dieléctrico 25 se acaba a 12,5 a 22,5 micro-cm
de valor medio cuadrdtico utilizando'papel de sflice de car
buro de malla 600, = = = = = = = e e e

El rodillo 37 de pre816n consiste en un. nﬁcleo 41
mecanizado de ung pieza sblida con diémetro de 5 cm sobre el
que se ajusta a presidn un manguito 39 de polisulfona con wn

didmetro interior de 5 cm Yy wm didmetro exterior de 6,25 cm.

El substrato conductor 17 del elemento fotoconduc-~
tor 11, que comprende un manguito de aluminio, gse fabrica de

tubo de -aluminio 6061 con pared de 0,3 cm y wn diémetro,extg
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rior de 5 cm. Se mecaniza la superficie exterior y se anodi-
za el aluminio (utilizando también en este caso el proceso
Sanford) hasta un espesor de 50 micras. Para proporcionar el
debido nivel de conductividad de la capa de 6xido;ﬁée‘prgci-
pita sulfuro de nfquel en los poros del 6xido sumergiendo el
manguito anodizado en una sélucidn de acetato de niquel

(50 g/1, pH = 6) durante tres m1nutos. Para formav 1& capa
semiconductora 15, se sumerge entonces el manguito inmediata
mente en sulfuro sédico concentrado durante dos minutos y
luego se aclara en agus destilada. Se repite este prucedi-
miento tres veces. Entonces se sella la capa anédica impreg-
nada en agua (922C, pH = 5,6) durante diez minutos. Se revis
te por pulverizacidén el substrato semiconductor 15 can un fo
toconductor 13 de capa aglutinante consiatente en eulfosele-
nuro de cadmio en polvo, grado fotoconductor, molido con wma
resina acrIlica termofijable de la DeSoto Chemical_co., di-
luido con metiletilcetona a una viscosidad apropiada para
pulverizacién. ELl espesor del revestimiento seco es de 40 mi
cras, y la concentracién del pigmento de cadmio en el agluti
nante resinico es de 18% en volumen. Se reticula la resina

por coecidn a 1802C durante tres Noras, = = = = = = = = = =

El cilindro dieléctrico 25 es accionado por engra-
najes a paitir de un motor de corriente alterna para Propor-
cionar una velocidad superficial de 20 ecm por segundo. El ro
dillo 37 de presibn estd montado sobre bastidores laterales

‘pivotados ¥ cargados con resorte, haciendo que presione con-

tra el cilindro dieléctrico 25 can una presién de 60 kg/em
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lineal de contactio, = = = = = = = = = - - - - - .- -

Se colocan tiras de cinté de 1 milésima de puléaﬁa
(0,0025 cm) (043 cm de ancho) alrededor de la ciféﬁgibrencia
del manguito fotoconductor 11 en cada extremo parqS?gﬁaeiar
el fotoconductor en un pequefio intervalo de la superficie de
6xido del cilindro dieléetrico 25. El manguito fotoconductor
estd mnntado libremente en rodamlentos ¥ acclonad04par fric-

cién por la cinta que se apoya en la superficle de 6x1do. -

Le corona 139 de carga de fotoconductor, - aparato Kkl
de viraje de imagen latente de componente ﬁnxco ¥y el 91stema
21 de exp081c16n bptica son todos esencialmente 1dénb1cos a

los que se utilizan en la copiadora ng 444 de la Devslop KG

Dr' EISbem & CO-, (Stuttg&rt). e M ER G S A E M WS WR W e W e

Se utilizan rasquetas 43 y 45 de acero inoxidable

flexible para mantener la limpieéa $anto del cilindro de 6xi

do 25 como del rodillo 37 de presl6n de pollsulfona. Con re-

,ferencla a la reallzacldn de borrado de lmagen electrostétl-

ca ilustrada en 93 en la Figura 7, se borra ls imagen laten~
te residual utllizando una corona 97 de corrlente alterna en
combinacién con wna reallla 95 de malla 90 con una superficie
abierta de 42%, que se mantiene a potenclal de masa y se
aprieta en leve contacto con la superficie 27 de 6xido. Un hi
lo 97 de corona de tungsteno de 3 mllésimas de pulgada
(0,0075 cm) de dlémetro, ests espaclado a 0,47 cm de la real

lla. Este hilo de corona traba;a con un potencial de corrien-
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te alterns . de 60 Hertz con una cresta de 9 kilovoltiog, = =

Con referencia a la realizacidn de fotocanductor-ci
lindro dieléctrico de la Flgura 2, Be utillza una, fucnte 33
de energia de corriente continua para polarizar el.manguito
fotocbnductbr 11 a un potencial de menos 400 voltios respec-
to del micleo 29 del cilindro dieléctrico, que se msatiene
a potenciél de masa. Se carga la superficie fotocqﬁ&&ctoﬁa
13 a un potencial dé menos 1,000 voltios respecto de su subsg
tréxo 17. Se ﬁtiliza una exposicién éptica de 25 lux-segun~-
dos para descargar el fotoconductor en las zonasg de mucha
luz..En lés gonas no descargadas, se transfiere una'imagen
latente de menos 400 voltios a la superficie dieléc¥rica 27
de 6xido. Se vira estas imagen y se transfiere a papel co-
rriente 35 que se iﬁyecta en el punto de presién en el momen

to apropiado a partir de un alimentador de hojas. - - -

| Se obtienen copias a razén de 30 por minuto con un
fando limpio, 1mégenes negras densas y uma resolucldn supe~
rior a 12 pares de lineas por milimetro. No se requiere fu-
sién de imagen Que no sea la que se produce durante la trang

ferencia por presifil, = = = = = = - m e mmmw ool oo

En otra realizacifn de la copiadora de transferen-
cia doble, aé substitﬁye el manguito fotoconductor 11 por wn
fétoconductor 11' de correa flexible, que se ilustra en la
Figura 3. El1 fotoconductor 11' comprende una capa fotoconduc

tora 13' que se forma a partir de una solucién molar de 1/1
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de carbazol de polivinilo y trinitroflucrenona disueltos en
tetrahidrofurano, y aplicada eobre una base de papel 6onduc-
tor 15! (West Virginia Pulp and Paper 45 17B papel de base)
a un espesor en seco de 30 micras. La correa foto;onuuctora ‘
11! esté soportada por dos rodillos conductores 17”& y 17 b
8 impulsada a friccién a partir del cilindro dieléctrico 25.
El rodlllo inferior 17 b se polarlza a8 menos 400 volblos. EL
fotoconductor 13' se carga a 1. 000 voltlos por el conaunto
19! de doble corona tal como se ilustra en la Flguraq3. Se
genera la imagen latente electrostéﬁica por ﬁna exposiciénr
21' de destello de modo que se genera todo el cusdrs de ima-

gen sin el uso de Sptica de barrido. - - = = = = « 4_% ---

El resto de sistema es idéntico al eaemplo ante-
rior con la salvedad’ del cilindro dleléctrlco 25, que se fa-

brica de acero inoxidable no magnético revestido de una capa

.de 15 micras de 6xido de aluminio de elevada densidad. Se

- aplicé el revestimiento utilizando una $écnica de pulveriza~-

cién plasmdtice de la Union Carbide Corp. (Linde Division)
después de pulverizacién, se rectifica ¥ se pule la’superfi-
cie de 6x1do a un acabado de 25 mlcro-cm de valor medlo cua~-
drdtico. También en este caso se obtienen coplas de elevada
calidad ineluso g velocldades operatlvas tan elevadas como

de 75 ¢ POr 8egWNA0s = = = = = = = = = = = = = - - - -

III. FOTORRECEPTOR DE TRES CAPAS

Tal como se ha citado arriba, la interbgsicidn de
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un substrato semiconductor entre la capa superficial fotocon
ductora y el hﬁcleo conductor de wn conjunto fotorreceptor,
confiere considerables ventajas cuando se utiliza~yn‘tal con
junté en la formacién de imégenes por transferencié‘de car-
ga. Las reaiizaciones de fotorreceptor de las Figurés 4y 5,
por ejemplo, se incorporan en el aparato electrofotogrédfico
de doble tfansferencia ilustrado en las Figuras 1 y 3, res-

pectivamente. = = = = = =~ = c m e - cm d e e - .-

En la realizacién particular de la Pigura 4, el
conjunto fotorreceptor 50 es un tambor 60 con una capa foto
conductors 61 sobre una capa semiconductora 63 sobre.un subsg

trato conductor 65. i R R N R S

En el proceso de transferencia convencional, la
presencia del campo eléctrico asociado con las cargas de la
imagen electrostdtioa formada sobre el tambor 60 da como re-
sultado una degradacidn de imagen en el proceso de transfe~
rencia, El efecto de tal degradacién dea imagen se mitiga de
acuerdo con la invenciém por la inclusién del semiconductor

63 entre el substrato conductor 65 y el fotoconductor 61. -

~ Pueden proporcionarse otras fbrmas de conjunto fo~
torreceptor de acuerdo con la invencldn, por ejemplo, por la
correa flexible 60' de la Pigura 5 en que una capa fotocon~
ductora 61' est4 sobre una capa semiconductora 63' que a su
vez estd posicionada sobre un substrato conductor 65'. Para

lograr el deseado substrato conductor 65', puede aplicarse
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un revestimiento conductor a una pelicula de pldstico o el

substrato puede ser una lémina_metélica delgada, por ejem-

o,
<

plo, de nfquels = = = « = = = @ = = = = - = - - -=-— ---

El substrato conductor 65 del tambor 60 de la Fi-
gurs 4 es por ejemplo de aluminio pero puede utilizarse tam-
bién cualquier combinacién de materiales que proporcione la

conductividad deseada. = = = = = = = =~ = ¢ ;- " e - - -

Se ha descublerto empirlcamente que las capas semi
conductoras 63 y 63¢ preferlblemente tishen wn espesor del
orden de 1 milésima a 750 mzlésimas de pulgada (de 0,0025 a
1,9 cm). Ia resistividad de la capa semlconductora debe gser
tal que la carga atraviese la capa en un tlempo rauonable.
Consiguientemente, la resistividad es ventajosamente infe-

rior a 1012 ohmio/centimetros. = = = = = = - - -

Por otra parte la resmst1v1dad debe ser suf1c1ente
mente elevada para proporclonar una constante de tiempo para
suavizar la transferencis de carga y de esta forma reducir
la degradacién de la imagen de transferencla tal como se ha
encontrado hasta ghora. El n1vel lnferlor de resmstiv1dad Pa
ra las capas semlconductoras 63y 63' depende del espesor de_

la capa fotoconductora superpuesta ¥y la velocldad operatlva.

- Se ha descublerto de modo general que una reszst1v1dad supe-

rior g 103 ohmlq/centimetros es apropiada, = = = = = = = - -

Ia capa semiconductora puede reélizafse de distin-
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tas manefaa.,Puede estar formada por un pléstico semiconduc-
tor oun elaétémero gemiconductor. Un agente conductor apro-
piado es el negro de carbén, mieniras que una matriz apropia
da para recibir el negro de carbdn es una resina epaxi. Asi, |
la capa semicanductora puede estar formada dispersando el ne
gro de carbém en una watriz de resina para lograr una resia-
tividad dentro de los limites arriba expuestos. De modo aimi
lar, puede utilizarse una amplia variedad de cauchoa con ne-

gro de carbén para obtener la resistividad deseada; - -

El fotoconductor puede ser del tipo utiLizado de
modo general en la formacién de imdgenes electrostdticas. Los
materiales que se han encontrado que funcionan satisfactorig
mente con la capa semiconductora 63 6 63' incluyen el polivi
nilcarbazol en complejo con trinitrofluorenona; el sulfuro
de cadmio disperso en wna variedad de aglﬁtinantes que inelu
yen laﬁ resinas epoxi, silicaﬁas ¥ termoplésticbs; selenio y
aleaciones de selenio, con inclusién del selenio amorfo y el

6xido de zinc de baja fatigae = ~ = = = = @ = 2 = == - -

En general, para fotoconduciores de capa aglutinan
te, la cépa'semiconductora puede estar formada también del
mismo material que el fotoqonductor, peroc' con una concentra-
cién de elemento fotosensible méds elevada; asf una capa foto
conductora de sulfuro de cadmio en resina epoxi con una con-
centracién del 18% se comporta como aislante en la oscuridad,
mientras que la misma capa con una concentracién del sulfuro

de cadmio al 30% me comporta como wn semiconductor en la oscu
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I'idad. ------ e o= - —---——------

El fotorreceptor de tres. capas arriba descrito se
utiliga ventajosamente siempre que se desee tranafemr una
imagen de carga electrostdtica latente a cualquier ;gl,emento

dieléctrico, por ejemplo, un elemento dieléetrico intermedio

‘que se vira suhs:.gulentemente y luego se’ tra.nsfiere ia J.ma-

gen produc:.da por el v:.ra;je & una copn.a de papel corxsiente o
una hoja dieléctrica que a su vez se vira para producir s

copia.----------------'-------.----'-

© IV.  IMPRESION POR TRANSFERENCIA ELECTROSTATICA - -~

EL aparato de mpreszdn por transferencla electros
tdtica de acuerdo con la segunda real:.za.c:.én bésxca. de la in
vencidn puede separarse enra.paratos para formar una 1ma.gen
eleétrostética latente so‘dre una sﬁpefficie dieléctricé de
un rodillo forma,dor de imagen y medios para lograr las subs:.

guientes etapas de Procesd, = = = = = = = o - o ——————

A. Formacién de imagen electrostdtica latente

El aparato para generé.r particulas cargadas y §ara.
extraerlas para a.pliéa.rlas a otra sﬁperficie Se da a e'&zocer
con &etalle en la~sécci5n V, a continuacién. Cualquieré. de
las real:.za.c:.ones de tales aparatos que sean a.propladas pars,
formar una magen electrostétlca la.tente sobre una, superf:.c:.e

dieléctrica pueden utilizarse en el aparato de impresién elec
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frostética dado a conocer en esta Begcién. Por ejemplo, ver
las realiéaciongs de las Figuras 11, 12, 13 y 15. Especial~
menfe preferidé eé la realizacién de impresién por matriz de
la Figura 12,-que puedé utilizar en la impresién multiplex.

La reﬁlizadidn de tres electrodos de la subseccién V-B da co
mo resultado un control adicianal gobre el tamafio y forma de
la imagen Yy evita el borrado indeékable de la imagen en una
realizacidn de impresién por matriz en las condiciones ex-

puestas en dicha SUbSECCitN, = = = = = = = = - - - - - -

'B. Puestos subsiguientes de proceso

" Es un aspecto particularmente ventajoso de la in-

vencién que puede utilizarse aparatos idénticos para reslizar

etapas de procesos subsiguientes a la formacién de wma ima-

gen elecfroétética latente por los medios électrogfﬁficos tra
tados en la seccibn V tal como se utiliza en el sistema elec
trofotogrdfico de la seccidn II después de transferencia de
la imagen electrostética latente desde el eanjunto fotorre-

En la Figura 6, la capa dieléctrica 75 del cilin-
dro dieléctrico 73 debe tener una resistencia suficientemen—
te elevada para abportar una imagen electrostdtica latente
durante el perfodo entre la formacién de la imagen latente y
el viraje 0, en el caso de aparatos electrofotogrificos en-
tre la transferencia de imagen y el viraje. Consiguientemen—

te la resistividad de la capa 75vdebe ser superior a 1012
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ohmio/centimetros. El espesor preferido de la capa aislante
75 es de 0,0025 a 0,0075 cm. Adem4s, la superficie de la ca~ -
pa 75 debe ser altamente resistente a la abrasiqn y selatiﬁg
mente lisa, con un acabado que eé prefefiblementelééfor a 25
micro-cm de valor medio cuadrﬁtico, para proporcionéf ua
transferencia complets de virador a la hoja receﬁtora 81. la
capa dieléctrica 75 adicionalmente tiene un elevado médulo
de elasticidad de medo que no se déforme significan%émente

por elevadas presiones en el punto de presifén. - - - - -

Cierto nﬁmeré de matériéles'dieléctricog orgénicos
e inorgénicos.sbn apropiados pars la capa 75. El ésmaite vi-
treo, por ejemplo, puede depositarse y fﬁndirse ar;a superfi
cie de un cilindro de acero o aluminio. También pﬁéde ufili—
zarse el éxido'de aluminio de elevada densidad aplicédo por
llama o plasma en lugar del eamalte vitreo. Los materlales
pléstlcos tales como. las pollamldas, las poliimidas y otras
resinas tenaces termopléstlcas ¢] termofl;adas son apropladas
también. No obstante, el revestlmlento dleléctrlco preferido

es el 6xido de alumlnlo anodizado 1mpregnado segﬁn se descri

be en 1a seccibn VI, a continuacibn, = = = = « = = =« = = -

Se transforma la imagen electrostétioa lateﬁte 80~
bre la superficie dieléctrica 75 a una imagen v131ble en el
puesto 79 de viraje. Si blen puede utilizarse cualquler vira
dor electrostétlco_convenclonal, el v1rador preferido es del
tipo magnético conductor de companente tnico deserito por

J.C. Wilson, patente estadownidense n? 2;846.333. concedida



5.

10.

15

20,

25.

- 42 -

744/

el 5 de agosto de 1958. Este virador tiene 4a ventaja de sen

cillez y limpieza, = = = = = = = = - - -

Se transfiere y se fusiona la imagen virada sobre

una hoja féceptora 81 por elevada presién aplicada eatre los

}rodiilos 73 y 83, El rodillo inferior 83 comprende un nicleo

metdlico 87 que puede tener un revestimiento exte}ior de
pléstico téenico 85. La presién requerida para una bvena fu--
sién a papel cbrriente viene regulada por factores tales co-
mo, por ejemplo, el didmetro del rodillo, el virador utilisza
do, y la preéencia de revestimiento sobre la superficie del
papel. Las presionéé tipicas van desde 45 a 318 kg ﬁor cada
2,5 cm lineales de contacto. La funcidn del revestimiento
pldstico 85 es de absorber los elevados esfuerzos introduci-
dos en el punto de presién en el caso de wn atascéhiento )
arrugamiento del pape;. Absorbiendo el esfuerzb en la capa
pléstica 85, no se dafiard el rodillo revestido dieléctrico
73 durante arrugamiento o atascamiento accidental del papel.
El revestimiento 85 es tipicamente un manguito de nylon o po
liéster que tiene un espesor de pared del orden de 0,3 a
1,25 cm. No haée falta utilizar este revestimiento, por ejem
plo, s8i se imprime sobre una banda altamente controlada en
la que no es probable que tenga lugar arrugas y atascamien-
508 A6l PAPEls = = = = = = = = = — - ————————-

Pueden proporcionarse las rasquetas 89 y 91 para
retirar el polvo de papel residual, virador impactado acci-
dentalmente sobre los rodillos, y polvo y suciedad aerosus—
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pendidos, del cilindro de pregidn'dieléctrico ¥ el rodillo
de presidn. Dado que @e transfiere'substancialmente toda la
imagen virada a la hoja receptora 81, no se requieren las
rasquetas, pero son deseables para promocionar un’ funclona-

miento seguro dursnte un perfodo extendido, = = - - - -

La poca imagen latenta eleotrostétloa r921dual que-
Permanece en la superficie dieléctrloa 75 después de tranafe
rencia de la imagen virada pueden neutralizarse en.el puesto
93 de descarga de imagen latente. Ia accidn de v1rar ¥y trans
ferir una imagen latente virads a papel corrlente reduce la
magnitud de la imagen electrostétlcamente, tiplcamente desde
varios centenares de voltios -3 varlas decenas de voltlos. En
algunos casos, si el umbral de v1raje es dema31ado bajo, la ,
presencia de una imagen latente residual daré como resultado
imfgenes fantasma en la hoja de copia, que se eliminan por
el puesto 93 de descarga. Tal borrado puede realizarse con

la disposicién de la Figura 7. En la Figura 7, el clllndro

 dieléctrico 73, con el revestlmlento dieléctrico 75 se man-

tiene .en contacto con una rejilla 95 de malla abierta o g
corta dlstancla de la mlsma, mantenlda esta reallla substan-

ciglmente al mismo potenclal que el clllndro conductor 77.

- La rejilla est4 montada en wn soporte 99 y w hilo 97 de co-

rona de eorrlente alterna esté poszcinnado detrés de la reji
1lla a una distancia tiplcamente de 0 6 a2 1,25 cm. Se apllca
al hllo 97 un potencial alterno de elevada tensldn, por ejem

plo de 60 Hertz. La rejilla 95 establece un plano de masa de
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referencié cerca de la superficie dieléctrica y el hilo 97
de corona de corriente alterna suministra iones tanto positi
vos comb negativos; Cualquier campo loéal en la rejilla 95
debido a lﬁ imagen electrostdtica latente sobre la superfi-
cie dieiécfrica 75 atrae iones generados por el hiio 97 de
corona sohre 1la capa dieléetrica, neutralizando asf{ la ma-

yor parte de cualquier carga residual. Con velocidadea super

_ficialeé'huy elevadas de la capa dieléctrica 75, 1a carga re

manente puede dar como resultado también imdgenes fentasma.
En este caso, puestos miltiples de descarga reducirdn ain

més la carga residual a un nivel inferior al umbral de vira-

Alternativamente, el borrado de cualquier imagen
electiostética latente puede lograrse utilizando una descar-
ga de corriente alterna de elevada frecuencia entre electro-
dos separados por un dieléctrico segin se describe en la sec

Le imagen electrostdtica residual 1atenté puede bo
rrarse también pbr deacarga por contacto. La superficie del
dieléctrico debe mantenerse en contacto Intimo cén un condug
tor a masa o un semiconductor a masa para eliminar efectiva-
mente cualquier carga residual §e la superficie de la capa
dieléctrica 75, por ejemplo, por una rasquetsa metdlica cargg
da fuerteménte. La carga puede eliminarse también pbr unvro~

dillo semiconductor que se presiona en contacto Intimo con

la superficie dieléctrica. Ia Figura 8 ilustra una vista en
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seccién parcial de un rodillo semiconductor 98 en contacto ro
dante con 1la superficie dieléctrica 75. ELl rodillo 98 tieme

ventajosamente una superficie exterior elastomérica, - - = -

L
)

V. _ GENERACION Y EXTRACCION DE IONES

La subseccién A ensefia el generador j e¥Féictor de
iones de esta invencldn en su forma bésica y varlac*ones del
mismo, que implican dos electrodos separados por un elemento
dieléctrico macizo. La subsecclén B da a conocer iﬁéﬂventa-

s

jas de afizdir un tercer electrodo a esta estructura,“- ---

A. Realigaciones con dos électrodos

su oy
-

Ia Figura 9 ilustra un generador 100 de-icnes, que
produce una ruptura de espacio de aire enfre uh dieiéctrico
101 y electrodos cénductores respectivos 102-1 ¥y 102-2 utili
zendo una fuente 103 de potencial altérno. Cuando los caﬁpos
marginales eléctricos E, v Ez en los espaéioé de aire 104-a
¥ 104-b superan el campo de rupture de'aire se'produée uﬁa
descarga eléctrica que da cbmo resultado la carga del dielég'
trico 101 en las zonas 101-a y 101=b junto a los bordes de
los electrodos. Al invertir el potencial altermo de la fuen-
te 103, hay una 1nver816n de carga en las zonas de ruptura
101-a Yy 101-b, El generador 100 de 1g Flgura 9, por lo tanto,
produce wna ruptura del espacio de aire dos veces por ciclo

de potencial alterno aplicado de la fueﬁte 1030 = = = = = =

La extraccién de iones producidos de acuerdo con



5¢

10.

15,

20,

25.

- 46 -~

el generador 100 de la Figura 9 se ilusira por el generador-
extractor 110 de la Figura 10. El generador 110A incluye wn
dieléctrico 1i1 entre electrodoé conductores 112-1‘y 112-2.
Parg impedir la ruptura del espacio de aire cerca:del'elec-
trddo 112-1, el electrodo 112-1 estd encapéulado o'rbdeado
por un material aislante 113. Se aplica un potencial alterno
ehtre los electrodos conductores 112-1 y 112-2 por‘uﬁa fuen-
te 114A. Ademds, el segundo electrodo 112-2 tieneJﬁﬁ}agujero
112-h donde se produce la deseada ruptura del espacio de ai-
re respecto de una regién 112-r del dieléctrico 111 para pro

porcionar una fuente de ionegS. = = = = = « « = - ;;; - e

Los iones formados en el espacio 112~h pueden ex-

traerse por un potencial de corriente continua aplicada a

pértir de una fuente 114B para proporcionar un ecampo eléctri
co externo eﬁtre el electrodo 112-2 y un electrodo suxiliar.
112-3 puesto a masa. Una superficie aislante ilustrativa que
se ha de cargar por la fuente de iones en la Figura 10 es un
papel dieléetrico (electrogrifico) 115 consistente en una ba
se conductora 115-j'revestida de una capa dieléctrica delga-

da 1150y = = = = = = = = = e e m -

Cuando se pasa un interruptor 116 a la poaicién X
¥ se pone & masa tal como se.ilustra,vel electrodb 112-2 tam
bién esfé a pbtencial de masa y no hay campo externo em la
zona entre el generador de iones 110A Y elmpel dieléetrico
115. No obstante, cuando se pasa el interruptor 116 a la po-

sicién Y, se aplica la potencial de la fuente 114y al elec-
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trﬁdo 112-2. Ello proporciona un campo eléctrico entre el de
péeito 111-4 de iones y el forro del papel dieléctrico 115.
Los iones extraidos de la zona de ruptura del eapqcig de ai-

re luego cargan la superficie de la capa diel&ctri§§5315-d.

)
-

Puede utilizarse cierto nﬁmer§ de materiales para
la capa dieléctrica 111. Las eleéciones poéibles ihbluyen el
éxido de aluminio, los esmaltes vitreos, cerémica, peliculas
de pléatlco y mica. E1 éxido de aluminio, los esmaltes vi-
treos y las cerdmicas presentan dlflcultadea de fabricaclén

44444

de una capa suflczentemente delgada (o sea del orden de 1 mi

71681ma de pulgada (0,0025 cm)) para evitar demandae 1ndeb1-

das sobre la fuente 114A de potenclal 1mpulsor. Las pelich
las de pléstlco, con inclusién de las poliimidas tales como
kaptan y nylon tienden a degradarse como resultado de expos;
cién a los subprsductos qﬁimicos dei pioéeéo de ruptura dél
espacio de aire en la aberfﬁra 112;h (notabiehente el ozono

¥y el decido nitrico) La mica ev1ta estos 1nc0nven1entes ¥y por
lo tanto es el material preferido para el dieléctrlco 111.

Especialmente preferida es la musqovita 0 HZ'KAI3 (3104)3. -

El generador y extractﬁr 110.de iéneé de 1la Figuia
10 se ut:lzza ficilmente, por ejemplo, en la formaclén de ca -
récteres sobre el papel dleléctrlco en la impr9516n electro-
gréfica de elevada velocidad. Las fuentes ilustrativas de la
impresién electrogréfiéa de carécteres de acuerdo con la ine-

vencién se ilustra en las Figuras 11 y 12 = = = = - -
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‘En la Figura 11, wm generador 120 de cardcteres eg
t4 formado por un elemento dieléctrico 121 que.estd empareda
do entre una hoja canductora grabada 122-1.y wn juego de con

traslectrodos 122-2, 122=3 y 122=4, = = = = = = = = ‘s - -

El electrodo grabado o de méséara 122-1 ge ilustra
ilusﬁrativamente con los cardcteres grabados A, By (. Los
campoa'mqrginales en los bordes de 1os caréctéres;grabados
proporcianan una fuente de elévada denaidad de ianés cuando

se produce una rupturas de espacio de aire segﬁn la invencidn

por un potencial alterno aplicado entre el electro&o grabado

122-1 y los contraelectrodos. As{ cuando se desea generar io
nes para imprimir w cardcter seleccionado, tal como. la le~
tra B, se aplica una fuente de tensién alterna de elevada
frecuencia (no ilustrada) entre el electrodo grabado 122-1

y el eantraeiectrodo,asociado 122-3. -Ello proporciona un su-
ninistro deAelevada densided de icnes en la regién del die-
léétrico 121 en los bordes del carﬁcter grabado B en la més-
cara 122-1. Luego Bse qxtraan los iones y me transfieren a
una superficie disléctrica apropiada, por ejemplo, el papel
revestido dieldctrico 115 de la Figura 10, por la aplicacién
de una tensién continua entre el forro del papel y la mdsca-
ra 122-1, dando como resultado la formacién de la imagen la-
tente electrogréfica B sobre la superficie dieléctrica del
papel 115, = = = = = = ; ------------------

Para utilizar la invencién en la formacién de ca-

rdcteres de matriz de puntos sobre papel dieléctrico, se pue
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de utilizar el generador 130 de:iones dé métriz de la Figura
12. El generador 130 ﬁtiliza una léming diéiéetrica 131 con un
Juego de electrodos de ruptura de espacio de aire eon abertu
rag 132-1 a 132~4 en 1ado ¥ un juego de barras sei;ctoras
5e 133-1 a 133-4 en el otro lado, proporciondndose wn aelector .
separador 133 para cada abertura diferente 135 en cada elec- 7

trodo fino diferente 132, = = = = = = = = = = = - o o

_ Cuando se aplicas un potencial alterno é#?ié cual-
quier barra selectora 133 y masa, B8e genera 1Qnes en las
10; aberturas en las intersecciones de dicha barra selestora y
los electrodos fanS. S6lo pueden extraerse los 1ones de una
abertura cuando tanto su barra selectora estﬁ excz;é@a con
un potencial alterno de elevada tensién como su electrodo fi
no estd excitado con wn potenclal de corrlente contlnua apli
15.. cado entre el electrodo ¥y el ccntraelectrodc de la superfl-
' cie dieléctrica que se he, de cargar. La ublcacidn 13523 de
matriz, por ejemplo, se imprime aplicando 51multéneamente o
tencial de elevada frecuencia entre la barra selectora 133-3
¥y masa y el potenclalde corriente cqntlnua entre el electro-
20. do flno 132~2 y wmn cantraelectrodo de elemento receptor dle-
léctrico. Los electrodos finos no selecclonados asl como el

contraelectrodo del elemento dleléctrlco se mantlenen a po-

tenCIaldemasao-----"-—---—--—- ——————

Multiplexando una dlSpOSlcl6n de matriz de puntos
25. de esta forma se reduce 81gn1f1cantemente el ntimero de impul

sores de tensién requeridos. Si, por eaemplo, Se desea impri
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mir una disposicién de matrigz de pﬁntos a través de una zona
de 20 cm con una resolucién de matriz de puntos de 78 puntos
por cm, se necesitarfan 1.600 impulsores separadoa‘si no se
utilizara el miltiplexado. Utilizando la disposicién de la
Figura 12 con,.por ejemplo, 20 electrodos finos imﬁuisados.
por frecuencia alterna, sélo se necesitarian 80 electrodos

finos y el ntimero total de impulsores se reduce de 1.600 a

>

100y = = = = = c - -——.—————l ...

- Para impedir la ruptura de espacio de aire a par-
tir de los electrodos 132 al elemento dieléctrico.131 en zo-
nas no asociadas con aberturas 135, es conveniente_:evestir
el borde de los electrodos 132 con un material aielahte. Ia
ruptura de espacio de aire innecesaria alrededor de los eleg

trodos 132 puede eliminarse encapsulando estos electrodos. -

En la.construccién y operacién dé un generador de
iones de matriz de este tipo, es conveniente que las corrien
tes ibnicas generadas en distintos puntoa de cruce de matriz
Se mantengan & un nivel substancialmente uniforme. Ias varia
ciones de espesor en la capa dieléctrica 131 darédn como re-
sultado variaciones proporc;onadas en la salida de corriente
iénica, en el sentido de que se producird una corriente ibni
ca inferior en una abertura 135 donde el dieléctrico 131 es
mds grueso. Es una propiédad particularmente ventajosa de la
mica que tiene una tendencia natural de partirse por planos
de espesor extremadamente uniforme, haciéndola particularmen

te apropiads pars el generador de iones de matriz ilustrado
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en la Figura 12. En este sentido, la uniformidad de espesor
de la capa 131 es mucho mds importante que el valor real de

dicho e8pesor: = = = = = = = = = ™ = = = - - - - - - - -

IR
e
w ey

La invencién puede utilizarse zgr Ormgr une zona
rectangular de carga utilizando laf@p? fia del médulo 140
ilustrado en la Figura 13. Los electrodos de cargg 142-1 y

142-2 estdn separados del electrodo 142~3 por un elemento

e

dleléctrlco 141, estando encapsulado el electrodo 142-3 en
un aislante 145. Ia zona entre el electrodo 142—1 y 142-2
proporciona una ranura en la que se forma una des;;;ga de es
pacio de aire cuando se aplica wn potenclal alterno de eleva
da frecuencia entre los electrodos 142-1 y 142-2 . gl elec~

tr0d0 1423, = = = = = = = = e e e m e e mm el

La disposicién de carga de la Figura 13 puede uti-
lizarse en una copiadora de papel corriente para substituir

las coronas halladas normalmente éﬁ una tal copiadorg. = = -

La Figura j4 ilustra esquemiticamente una copiado-
ra de papel corriente que utiliza disposicibnes de carga del
tipo ilustrado en la Figura 13. Un tambor copiador 151 se
carga utilizando el elemento de carga 152-1, dotado de la
configuracién ilustrads en la Figura 13. Si el tambor es de
selenio o de una aleacién de selenio Yy se deéea cargar la su
pérficie,'ﬁor ejemplo, @ un potencial positivorde 600 vol-
tios, entonces se mantiene el electrodo ranurado 142-1 a 600

voltios. Después de cargado, se descérga el tambor 151'eon
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una imagen éptica proporcionada por un exploradbr en el pues
to 153. Se vira la imagen electrostftica latente resultante
en el puesto 156 y se iransfiere el virador a una_hoja 158_
de papel corriente, utilizando un generasdor de iaﬁeé*&e
transferencia 152-2 segén la Figura 13, con el eladéfodo ra-
nurado también mantenido a un potencial positivo. La imagen
electrostdtica residual latente en la superficie .del tambor
¥y el virador eventualmente no cargadoc puede descargarse eléc
tricamente utilizando un grupo descargador 152-3, también se
gin la Figura 13, Aquf se mantiene el electrodo ranurado a
un potencial de masa y cualquier carga residual sobié la su~-
perficie del tambor y virador hace que se extraigan iones de
la ruptura de espacio de aire en la ranura, descargendo efec
fivémenta de esta manera la superficie. Se utilizﬁ‘ﬁn cepi-
1lo limpiador 154 para retirar el virador residual que pérng
nezca en la aﬁperficie ¥y luego el tambor estd listo para vol

verue a oargw. ———————————————— - en e e e e

También se ilustirs en la Figura 14 un cabezal 155
de carga de matriz de puntos que puede configurarse segin la
Pigurs 12. Este permite que una copiadora de papel corriente
se utilice.comb_imptesora. En tal caso, se}descarga el tam=
bor 151 en el puesto 153 y se vuelve a cargar p&r el cabezal
155 de impresi6n de matriz de puntos, permitiendo que la mé-
quina 150 fﬁnciane como copiadora y como impreasora. Adicio-
nalmente, el aparato 150 puede funcionar similtdnesmente co-

mo copiadora e impresora en los casos en que se desean sola-
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pes. Asi, un generador y extractor de iones de acuerdo con
la Pigura 10 puede utiligarse como medios formadores de ima-

gen y descargadores residualea en la impresors de la seccién

R
" 2

IV, as{ como medios de precarga y descarga en el aparato

v v

electrofotogréflco de la seccibn Il = = = = = = =win't = = =

La Figura 15 ilustra un generedor alternativo 166
de iones de acuerdo con la invencidn pars su uso eﬁ xa carga
o descarga de una superflcle aiglante. En la F1gura 15. el
electrodo ranurado 142-1, 142-2 de la Figura 13 esté substi-~
tuido por una rejilla 162-2 de malla abierta con ;i;Qentos
longxtudlnales 162-8 y .elementos transversales 162—b% Los
electrodos 162-1 y 162-2 de descarga estén separadogapor una
ldmina dieléetrica 161 y el potenclal de ruptura del espacio

de aire se proporciong por un potenclal alterno 163 = = = =

Ia Figura 16 ilustra un ap;ratq 170 para aplicar wn
cabezal 171 de carga de matriz dé puntos multiﬁlexadq del ti
po ilustrado en la Figura 12 & wn sisﬁemé par; la impresién
con matriz de puntos de eleva@a velocidad)éobre'papel corrien
te. E1 cabezal 171 de carga, carga un aerosol 175, consisten
te en un tinte disuelto en un_disdlvente apropiadb, que se
lleva por una, corriente de aire de baja velocidad introduéi—
da a través de wna ranura 176. Ims partfculas de aerosol se
cargan por el sistema generador de icnes y penetran en une
zona de campo eléctrico'esfablecida'por w pétenciél,continuo
suministrado entre los electrodos 173 ¥ 174. Este campo diri

ge las partfculas de aerosol cargadas sobre la hoja 172 de pa
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pel. corriente que se desplaza a través del asparato aproxima-

damente a la misma velocidad que el aerosol. = = = = = = = =

Ia Figura 17 ilustra la impresién por exploracién
lineal mecdnica de acuerdo con la invencién. Se utiliza un
electrodo ranurado 186 con wna pelfcula dieléetrica 185 y
una bola conductora 187 de movimiento répido para_ formar una
gone de ruptura de espacio de aire viajera. Ia bola 187 mon-

tada sobre un alambre 188 es accionada por poleas a partir

 de un motor de elevada velocidad (no ilustrado). Una fuente

183 de corriente alterna de elevada frecuencia suninistra el
potencial necesario para romper el espacio de airetég la ra-
nura del elecfrodo 186. En este ejemplo, un papelféieléctri-
co 181 se'carga ﬁor un potencial de carga suministrado por

un amplificador 184 cuya salida estd conectada entre el so-
porte 182 conductor del papel dieléctrico Y el electrodo ra~
nurado 186. Se efectda la exploracién lineal por el movimien
to mecdnico de la bola 187 y se imprimen zonas seleccionadas
aplicando un poteﬁcial entre la hoja conductora y el electro
do ranurédo; Al igual que en los casos anteriores, la imagen
electrostdtica latente que se forma puede virarse ¥ fusionar
se utilizando cualquier técnica convencional. Pueden formar-
se imdgenes de viraje continuo de esta manera ya que la can-
tidad de iones extraida de la descarga depende del potencial
de extraccién suministrado por el amplificador 184, = - ~ -

‘La Figura 18 ilustra el uso de un sistema genera-

dor de iones segin la invencién como precipitador electrostd
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'tico 190. Un electrodo tubula; 192 estd separado de un elec-
trodo segmentado 194 por un dieléctricol191. Ia ruptura del
espacio de aire se produce en las zonas abiertas del electro
do segmentado 194 mediante apllcacldn de wn potencial alter-
56 no de elevada tensién por wn generador 196. El eleetrbdo seg
mentado 194 estd también polarizado por una fuente 198 de PO
tencial continuo. Un hilo central 199 de masa estd: méntado
en el centro del tubo 192. Los gases de escape u dff&e aero-
soles pueden limpiarse a través de preclpitaclén electrosté—
10. tica haciéndolos pasar a través del tubo. ILa elevada-densi-
dad de la corriente ifnica de las zonas de ruptury de espa-
cio de aire carga las particulas sélidas en el aergéol ¥ ha-

-

ce que se atraigan hacia el electrodo central 199, ‘w= = = -

[

En general, la relacién entre la ten516n del elec-

15. trodo y la de la superficie receptora de 1ones, por eaemplo,
el papel, es la que se 1lustra tiplcamente en la Figurs 19

Paras sistemas de carga del tipo llustrado en las Flguras 10,

.11, 12y 13. La tensién de electrodo es el potencigl directo

impuesto entre el electrodo con abertura'j el contraélectrd-

20, do de la superficie dieléctrica qué se cafga. Ia ténsiGﬁ del

papel es el potencial de la imagen latente eiectrostétioa de

los élementos dieléctricos cargados - papel dieléctrico

(electrogréfico) en el ejemplo. En la Figura 19 la tensién

del papel se da en ordenadas y la tensién del electrodo en abs
25¢  CiSAS. = = = m = = - ;e - e o o -

o m wm e o wn W e ew e am

Los ejemplos anteriores del uso del sistema generg -
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dor de ianes de la invencién ilustran su amplio campo de
aplicacién. En general, los hilos o. puntos de corana de cual
quier sistema actual pueden sﬁbstituirae por los qpayatos de
la invencién. Adicibnalmente a las aplicaciones iiqﬁﬁ;adas,
el método y el aparato de la invencién pueden utilféérse en
otras muchas aplicaciones, no ilustradas, tales como las que
se refieren a la separacién y a los revestimienfos“einctros-

$4%1008, = = = = = Bl T T M

EJEMPLOS .

La descripcifén que antecede ilustravloefpri#cipios
¥y caracteri{sticas generales de la invencién. Los ejéhploa es
pecificos y no limitatives siguientes ilustran apliééciqnes

QSPGCIfiCB.S de la invenCidn. AR e em e W W W s e - ws ew e e e
EJEMPLO V-1

Se estratifica una léming de acero inoxidable de 1
milésima de pulgada (0,0025 cm)ben ambaa caras de mica mosco
vite de 1 milésima de pulgada (0,0025 cm). Se reviste la 14-
ming inoxidable con reserva y se fotograba con un dibujo pa=
recido al que se ilustra en la Figura 12, con huecos o aber-
turas en los electrodos finos de wn diéﬁetro aprdximado de
0,015 ecm. Ello proporciona un cabezal de carges que puede uti
lizarse para generar imégenes de cardcier de ratriz de pun~
tos elecirostiticos latentes sobre papel dielécirico segin

la Figura 10. La carga se produce sélo cuando hay simultdnea
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menté‘un poteﬁcial de menos 400 volitios sobre los eiecfro&os
finos que éonéienen los huecos y un potencial alterno de 2
kiloioiti;s de cresta a cresta a un; frecuencia de 500 kilo-
hertz suminlstrado entre el electrodo fino y el cantraelec-
5; trodo. Se mantlene un espacio de 0,020 cm entre el con;unto
de cabezal impresor y la superficie dieléctrica de la ho;a
electrogrifica. Ia duracién del impulso de impresién es de
| 20 mlcrosegundos. En estas condlclones, se encuenﬁié*que se
produce wna imagen electrostitica latente de aproxlmadamente
10; 300 voltiés sobre la hoja dieléctrica. Esta imagen,snhéi-
gﬁiénteménfe se vira y se fusiona para propbrciéna;fﬁna img-
gen de cardcter de matriz de puntos densa. la corriente iéni

ca extraida de este cabezal de carga, segﬁn se reﬂage por wn

electrodo espaciado a 0,020 cm del cabezal, se encuentra que

15. eé un hiliampefio por centimetro'cuédrado. - - m . —- -

El cabezal de carga diafruta de una vida en servicio

de aproiimadaﬁente 2,000 hOoTB: = = = = = m = = = = = = = =

EJEMPLO V-2

Se repite el Ejemplo I utilizando un dieléectrico
20, de polllmlda en vez de muscovita. Al igual que en el caso an
terior, se estratlflca una lémina de acero 1noxidable de 1
‘milésima de pulgeda (0,0025 cm) a una pelicula de poliimida
derKaptoﬁ de 1 milésima de pulgada (0,0025 cm) de espesor.
‘Se obtienen resultados equivalentes a los del Ejemplo 1 con
25, un potencial de alta frecuencia aplicado de 1,5 kilovoltios
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de ocreeta. E1 cabezal de carga da una vida en servicio de

aproxinadamente 50 Oras. = = = = = =~ = = = = = = = = = = =

EJEMPLO V-3 ' e

Se fabrica un cabezal de carga electrostédtica del
tipoAilustrado en la Figura 11 utilizando ldmina de acero
inoxidable de 1 milésima de pulgada (0,0025 cm) egtrqtifica—
da a ambos lados de una ldmina de poliimida de 1 milésima de

pulgada (0,0025 cm). Para imprimir cardcteres totalmente for

mados sobre una superficie dieléctrica, se gréban.éé%ﬁcteres
de 1/10 de pulgada (0,25 cm) de altura en la lémina en wn 1
do de la hoja, mientras que se graban electrodos figos que
cubren cada cardcter del otro lado de la l4mina ségﬁﬁ se in-
dica en la Figura 11. Para establecer una conductividad den-
tro de zonas normalmente aiéladas de cardcteres, se dejan
sin_grabar puentes con un espesor de 1 a 2 milésimas de pul-
gada (0,0025 a 0,0050 cm). La anchura del trazo del cardcter
ge graba a 6 milésimaa de pulgada (0,015 cm). Se realiza la
impresién aplicando los potenciales del Ejemplo V-2 con un
ancho del impulso de 40 microsegundos. Las imédgenes viradas
exhiben bordes nitidos y elevada densidad 6éptica. La anchura
de trazo de cardcter en la imagen es de 0,030 clly = = = = =

EJEMPLO V-4

Se aplica la invencién péra proporcionar la forma-

cién de imdgenes de viraje continuo’ extrayendo un némero de
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iones del cabezal de carga por tiempo unitario en proporcidn

-al potenclal apllcado de extraccldn de iones. Ello se 1lus-

tra en 1a Flgura 19 donde el potencial. superflclal aparente
sobre la superflcle dieléctrica se dibuja en funcidn-de la
dlferencla de potencial entre el electrodo generador de io-

nes y el cantraelectrodo dieléctrico. El espacio entre el

electrodo genersdor de iones y la superficie dieléctrica es

de 0,015 om y el fieﬁpo de carga es de 50 micrdsegﬁiﬁos. - -

B. Realizacicnes de tres electrodos

R S

El generador 130 de imagen de matriz ilﬁé%fado en

1a Figura 12 se incorpora ventajosamente en aparatos de im~

pfegidn eieétfostétiéa del tipo dado a -conocer eniléfseccién
IV. Tal como se observé en comexién cén la Figura 14, no obs
tafte, un genefador-y extractor de iones 110, tal comﬁ se
ilustra en 1a Figura 10, puede utilizarse tanto para-crear
una 1magen electrostétlca sobre una superficle dleléctrlca,
como para descargar wna tal imagen. Asi, con referen01a otra
vez a la Figura 10, si el interruptor 116 estd cerrado en y,
Be mantlene el electrodo 112-2 a wn potencial positivo Vy
se forma ung imagen electrostétzea latente positiva de menor
magnltud Vv sobre la superficie 115~d. No obstante, si el in~
terrupforri16 estd en la posicién x y una imagen electrosté-
tlca latente formada anterlormente estd por debajo de la aber
tura 112—h, el generador 110A funcionard como aparato borra-

dor. Se ilustra este fenfmeno adicionalmente con respecto de

- la realizacién de impresién de matriz de puntos de la Figure
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12 en 200 en la Figura 20. En un tiempo t1, wna abertura da-
da 13523 del generador 130 de iones de matriz (Figura 12) se
excita por wm impulso de corriente continua que crea un po-
tencial negativo gobre un electrodo fino 132-2, mxentras que
8e aplica un potencial de elevada frecuencia a una-éarra se~
lectora 113-3. Ello provdca la formacién de wna imagen elec-
trdstdtica de puntos que es de polaridad negativa,'oéupandd
las zonas 203 y 204 de la superficie dieléctrice 25fzcon
electrodo de forro 202, En un tiempo posterior ta, la abertu
ra 13523 estd sobre las zonas 204 y 205, la barra seiectora
133~3 todavia estd excitada, pero como no se desearlg carga,
no se aplica un impulso‘negativb al electrodo fino 1}2—2. La
presencia de una imagen electréstética negativa en“lé zona
204, no obastante, atrae iones positivos de la aberfura 13523,

borrando la imagen anterior en esta ZoNg, = = ~ = = = = = =

Se ha descubierto que la adicidn de un tercer elec
trodo a la estructura de dos electrodos'daﬁa a conocer arri-
ba alivia este problema y 6frece beneficios.adicionales en -
términos de controlar el témaﬁo y fbrma de una imagen elec-
trostdtica formada por un generador de iones de este tipo. .
Un génerador 210 de iones de acuerdo con esta réalizacién‘de
tres electrodos se ilustra en la vista en seccién de la Figu
ra 21. El generador 210 de iones incluye un electrodo "impul
sor" 211y un electrodo 215 de "control", separados por ﬁna
capa dieléctrica maciza 213. Se utiliza wna fuente 212 de PO

tencial alterno para proporcionar una ruptura de espacio de
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aire en la abertura 214, = = = = = @ = = = - -—-—---- -

 Uh7ter6e; electiodo 219 de "rejilla" est4 separado
del electrodo de control por una segunda capa’diei@cﬂ;ica
217. Ia nomenclatura adoptada para los tres electredos pre-
senta wma analogia con la teoria de los tubos al vacIo. Ias

‘‘‘‘‘

se vélidamente a los electrodos'correspondlentes ex las rea~
1lzaciones b431cas de dos electrodos. La segunda cégé dieléc
trlca 217 tiene wna abertura 216 que ventaaosamen?§ es subs—-
tanclalmente mayor que la abertura 214 del electrodo de con-
trol. Ello es necesario pars evitar efectos de carga de pa=-
red. E1 electrodo 219 de rejilla contiene una abertura 218

que esté posiclonada &l menos parcislmente por debaao de 1la

abertura 214, En wna impresora de matriz electrogréfica, por

.eaemplo, los electrodos 1mpulsor ¥y de control pueden ser la

barra selectora ¥ los electrodos finos de la Flgura 12, y
los electrodos de rejilla pueden consistir bien en electro-
dos finos adicionales con aberturas que 8e corresponden con
el dzbuao de los electrodos de control 0 una placa metdlica
continua con aberturas u otro elemento, con sus aberturas ad
yacentes a todas las aberturas de impresién. Esta dltima rea
lizécién de los eleétrodos de rejilla puede adoptar la forma,

por ejémplo, de wna tela o rejilla de malla abierta, = - = -

Ia aplicacién del generador de iones arriba citado
en la impresién de matriz electrogréfica se ilustra en la Fi

gura 22. La Figura 22 ilustra el generador 210 de iones de
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la Figura 21 utilizado con;untaﬁenté con un papel dieléctri-
co 220 consistente en una base conductora 223 revestida de
una cape dieléetrica 221 y reforzada por un electrodo auxi-
liar 225 puesto a masa. Cuando el interruptor 222 estd cerra
do en la posicién y, hay simultédneamente un potenciél*alter-
no a través de la capa dieléctrica 213, un potencial negati-
vo Vc sobre el electrodo 215 de control y un potencial nega~
tivo Vg sobre el electrodo 219 de rejilla. Ios ionéﬁihegati—
vos en la aberiura 214 estédn sometidos a wn campo asslerador
que les obliga a formar una imagen latente electrostética so
bre la superficie dieléctrica 221, al igual que en ;a reali-
zaéién de dos electrodos. La presencia del potencial negati-
vo VS sobre el elecirodo 219 de rejilla, que se escoge de mo
do que Vs es menor que Vc en valor absoluto, no impide la
formacién de la imagen, que tendrd un potencial negativo VI

(inferior a Vg en valor abBoluto)e = = = = - - - - - - oo

Estando el interruptor 222 en x, y una imagen elec
trostdtica previamente creada de potencial negatifo V; par-
cialmapte por debajo de la abertura 214, se produciria un hg
rrado parcial de la imagen en ausencia del'electrodo 219 de
rejilla. No obstante, se escoge el potancial VS de rejilla
de modo que Vs 8ea DAyOr que VI en valor absoluto y la pre-
sencia del electrodo 219 asf impide el paso de los icnes po-
sitivos de la abertura 214 a la superficie dieléctrica 221,

Ver Ejemplo LA T T

La inclusidn del electrodo 219 de'iejilla en el ge
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nerador de iqﬁes de la invencién confiere venﬁajas mds alld

de la prevehcidh de la descarga de'iﬁagen en las condiciones
arriba citadas. El electrodo de rejills puéde uti;éégrse 80~
lo 5»en combinacién con el electrodo de cdntrol pég%«%ontro-
lar 1a formacién de imagen de matriz. Con Vs'= 0, ro'se pro-
ﬁuce imagen latente debido al fenbmeno de descarga arriba ci
$ado. ABI es posible wn control de imagen de matriz ' de tres
nlveles en una lmpresora de matriz electrogréflca de ‘acuerdo

El électrodo 219 de rejilla proporciong un control

inesperado sobre el tamsfio de la imagen. Utilizando la confi

' gﬁiacién de impresién de matriz de puntos ilustradn éh la Fi

gura 12, con eleetrodos finos de rejilla sobrepuestos de
acuerdo con la 1nven016n, puede controlarse el tamafio de la
1magen variando el tamano de las’ aberturas 218 de rejilla.
Ver Ejemplo V-6, més abajo. Ademés, utilizando una tal canfl
guracidn, con todas las varzables constantes salvo el poten-
cial 226 de rejllla, se ha encontrado que un mayor potencial
de reallla produce un diématro menor de punto. Ver Ejemplo

V~T. Esta técnica puede utilizarse para le formacién de 1mﬁ-

‘genes finas o fuertes. Se ha encontrado también que la elec~

cién deblda de vs N VC Permitird un sumento de dlstancla en-
tre el generador 210 de iones y la superficie dieléctrica
221 mientras se retiene un didmetro conétante de imagen de
punto. Se logra aumentando el valor absoluto de Vg mieﬁtras

se mantiene constante la diferencia de potencia entre VS y
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V.e Ver Ejemplo V=8, = = = = = = = - - ————

c

Puede controlarse la forma de la imagen utilizando
un solape dado de electrodo de rejilla en una impzve.sloi,_r"a. elec

trogréfica de matriz. Ver Ejemplo V-9. Las abertur‘a_ja_b,,218 de

5e rejilla pueden, por ejemplo, adoptar la forms de cardcteres
totalmente formados que no son mayores que las aberturas de
contrbl 214 redondas o cuadradas correspondientes. = = = - -
La configuracidn electrénica utilizada pa.ra cantro
 lar la impresora electrogrifica de la Figura 22 pued.e modifi
10. carse para permitir la posibilidad de pola.rizar el sistema,
tal como se ilustra en el diagrama eSquemé.’cico de clrculto
de la Figura 23. El elemento 231 es un generador de impulsos.
La magnitud del impulso del control puede variarse pars pro-
ducir un valor deseado de Vo ¥ Vg escbgiendo w poténcial de
15, polarizacién apropiado. Por ejemplo, las siguiéntes combina-
ciones producirdn todas Vg = =700 voltios, Vo = «-800 voltios:
1e vpola.rizaci6n = =600 voltios; AVS = -100' voltios; -AVC = =200 voltios
2. Avpolarizaoidn = ~500 voltios; AVS = =200 voltios; AVC = =300 voltios
3. vpolarizacién = =400 voltios; AVs = =300 voltios; AV, = ~400 voltios
4« Voolarizacidn = ~300 voltios; AVg = =400 voltios; AVy = =500 voltios
5+ Voolarizacién = ~200 voltios; AVg = =500 voltios; AV, = -600 voltios

Las ventajas arriba citadas se ilustran con mayor

detalle con referencia a los siguientes Ejemplos no limitati
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EJEMPLO V-

Se estratifica una 14mina de acero inoxidable de 1
milésima de pulgada (0,0025 cm) a ambas caras de na, iémina
de muscovita de 1 milésima de pulgada (0,0025 cm)qﬂ§e:revis-
te'larléndna con reserva y se fotogréba con un dibujo pareci
do al que se ilustra en la Figura 12, con huecos‘d;gperturas
-de wn didmetro de aproximadamente de 0,015 cm. Se'une,una se
gunda capa de mica de un espesor de 0,015 cm a la iﬁmina de
acuerdo cbn la Figura 21. Se fotograba un electrodoide reji~
1la con sberturas de un difmetro.de 0,0375 em en ei-mismo ai -
bujo que los de los electrodos finos a partir de acero inoxi
dable de 1 milésima de pulgada (0,0025 cm) y se une 2 la se-
gunda capsa de mica, estando las aberturas de los electrodos
finos Yy deri& rejilla concéntricamente. Esta estructura pro-
porciona un cabezal de éarga que'se utiliza para proﬁorcio—
nar una imagen electrostdtica latente sobre papel dieléctri-
co, tal como se ilustra en la Figuré 22, con VC = =500 vol~
tiosy Vg = =400 voltios, y wn potencial alterno 212 de wn ki
lovoltio de cresta a una frecuencia de 500 kilchertz. Un es-
pacio de 0,015 cm se mantiene entre el conjunto de cabezal
impresor y la superficie dieléctrica 221, V, adopta la forma
de un impﬁlso de impresién de 20 microsegundos de duracién.
In estas condiciones, se produce ung imagen 1atenté con for-
ma dé ﬁn punto de aproximsdamente —300 voltios sobre la hoja
dieléctriéa. Esta imagen se vira y se fusiona aubeiguiente—"

mente pars proporcionar una imagen intensa de cardcter de ma
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triz de puntos. La corriente idnica extraida dei_cabezal de
descarga, segiin se recoge por un electrodo separado en 0,015
cm del cabezal, se encuentra es de 0,05 miliamperio por cen-
timetro cuadrado. Sin el electrodo 219 de rejilla, no obstan
te, cualquier imagen electroaté.‘cicé. por debajo de.la. abertu-
ra de control se borrard cuando no se aplica impulso.alguno

de impresifn, = = = = = «w = - " - - - —-———- - o -

EJEMPLO V=6

&

Se ensay$ la impresora electrofotogréfica del Ejem
plo V-5 con una variedad de didmetros de abertura 218 de re-—
jilla y se midié el té.ma.fio ¥ la imagen de punto electrostdti

ca regultante. Los siguientes resultados son representativos:

Didmetro de aberturs (cm) Dié.metro de imagen

de rejilla de punto - (com)
0,038 0,038
0,020 ' 0,025

Se encontré, en general, que uns reduccién en el
tamafio de las aberturas de rejilla provocé wma reduccién co-
rrespondiente del tamafio de la imagen latente, sin comprome-

terlacargadeimagen.-------- ----------

EJEMPLO V-7

Se ensaydé la impresora electrogrdfica del Ejemplo



5

10.

- 67 =

V-5 con una variedad de potenciales de rejilla, VS’ ¥y se mi=- .
dié el tamafio del punto electrostdtico resultante. Los si-

éuientes resultados son representativos, = = = =~ = - - - -
Potenczal de rejilla Didmetro de imagen de punto
(voltios) (cm)
~300 0,055
~400 - 0,042 -
=500 0,030
~-600 0,020, .

Se encontré en general, que aumentando el poten-
clal sobre la rejilla, se reduao el tamafio de la 1magen la-

tente sin comprometer la carga de imagen,: « = = = & = = = -

 BJEMPLO V-8

Se ensay$ la impresora electrogrdfica del Ejemplo
v-5 utilizando una variédad de espacios entre el conjunto de
cabezal impresor y la superflcie dleléctrlca 221. Variando
el potencial de rejllla VS’ Y manteniendo la dlferencla de
potencial entre VS ¥y Vc constante, se mantuvo constante el
tamafio de la 1magen de punto electrostdtico resultante. Los |

siguientes resultados son representativos: = = = = = - - - -

Separacién Vs . Vo Didmetro de imsgen de punto
cm) (voltios) (voltiom) (em) P
0,015 =400 500 . 0,038
0,025 ~500 -600 0,038

0,033 ~600 =700 0,038

k]
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Se encontré en general que aumentando el espacio
entre el conjunto de cabezal impresor y la superficie dieléc
trica, un aumento del potencial de rejilla, VS' proporciona

un didmetro canstanfa de imagen de punto sin comprometer la

Cargadeimagen.---—----—----——---—'--..

EJEMPLO V=9

Se modifica la impresora electrogrifica del Ejem-
plo 1 de modo que la rejilla tiene aberturas 48 con Torma de
ranura en vez de huecos. Las imdgenes electrostdticas laten-

tes viradas resultantes tienen una forma ovaladg. = = = — -
VI. IMPREGNACION DE ELEMENTOS DE ALUMINIO ANODIZADO

Tal como se expone en la seccién IV es prefarible
utilizar un material dieiéctrico para la auperficie é7 del
rodillo 25 de imagen (en el sistema electrofotogréfico de la
Figura 1) y para la superficie 75 del rodillo 73 de imagen
(en el sistema de impresora electrostitica de la Figura 6)
que satisfaga ciertos criterios. Eatos.criterios incluyen
una elevada resistividad, una elevadé resistencia a la abra=-
gién, un acabado liso y un elevado m6dulo de elasticidad. El
material preferido es el 6xido de aluminio.anodizadd, impreg

nado por el método que se expone a continuacifl, = = = = =~ =

Ia eliminagcién del agua absorbida de la capa de éxi

do de una estructura de aluminio anodizado puede realizarse
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utilizando calor, vacio o almacenamiento del articulo en un
secador. Si bien lag tres técnicas son todas efectivas, se
obtienen los meaores resultados calentando en un vacio, por
ejemplo en un honno de vacfo. Alternamente, el articulo a
tratar puede almacenarse durante varias horas en una caja se
ca que contiene un secador. Es preferible que iode tratamlen
to térmico del 6x1do con anterioridad a la 1mpregnac16n se
realice a temperaxuras inferlores a uwnos 1502C y preferlble-
mente no superior a 1009C. A las temperaturas mis elevadas,
puede producirse cierto agrietamiento de la capa dg,éxldo 8

causa del coeficiente térmico de dilatacién mfs elevado del

'substrato e 2luminioe. « = = = « =@ - = - - - .- - - -

Eliminada el agua-absorbida del revestimienﬁd de
6xido; Puede impregnarse &ste con cualquief resina orgédnica.
Es preferible, no obstante, utilizar un ‘sistema tota}mente
sélido ya que el uso de revestimientos con disolveﬁté deja
un dlsolvente reszdual en los poros. Asi, las resinas liqui~-
das que pueden retlcularse para proporcionar revestlmientos
a6lidos duros son materiales particularmente ventajosos. Ta=-
les resinas pueden’ curarse bieﬁ por reticulacifn térmica o
por reticulaeién por radiacién. Es conveniente también que
las resinas tengan un bajo encogimiento ¥ baja absorcidén de

hnmedad después de curadas. Pare permitir que la resina orgh

"nice se difunda en la estructﬁra porosa dentro de un perfodo

razonable de tiempo, es ventajbso utilizar sistemas'liquidos

de réticulacidn con viscosidades inferiores a 500 centipoises.
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Estas técnicas arriba citadas pueden utilizarse pa
ra la elaboracién de wn cilindro de aluminio sélido con wm
revestimiento de 6xido impregnadb para Su uso en la'forma-
cibn de imdgenes electrostdticas. En un tal sistema, se apli
ca una carga electrostética sobre la superficie aislante del
cilindro. Iuego se vifa esta imagen tgl cémo se dézgtpono-
cer, por ejemplo, en la patente estadounidense n9‘§;§62.395
¥ se transfiere la imagen virada al papel corriente, Le Ta-
bla 2 de dicha patente indica que una supérfieie de ?xido de
la formacidén de imdgenes eléctrostéticas debido awla‘faja
tensidn de ruptura y la baja resistencia de aislamianto de

poros y baja dureza del revestimiento, = « = = =« - - - -

Un tambor revestido con una pélicula aislante ca-
paz de soportar una carga electrostdtica se da a qoqééer en
la patente estadounidense n® 3.907.560. Ia superficie dielée
trica es una pelfcula de 6xido de aluminio de capa de barre-
ra ya que se dice que la capa de 6xido de alﬁminio anodizado
porosa funciona como conductor en vez de como dieldctrico.
Si bien wna pelicula de aluminio anodizado de capa de barre-
ra es un buen aislante, ya que no es porosa, el espésor méxi
mo de las peliculas de capa de barrera estd limitada g 1/2 a
1 micra. A este espesor, la tensidén mixima que la capa puede
soportar estd limitada y la superficie no es dura en un sen-
tido convencianal, ya que los esfuerzos localizados se tréng

miten a través de la pelfcula delgada con deformacién subsi-
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guiente dél subatrato de aluminios. = = = =« = « = = —- - o= -

Ias limitaciones de la pelfcula de barrera delgada
se superan en las patentes estadounidenses nos. 3.937.571 y
3.940,270 con el uso de wn revestimiento de aluminio anbdizg
do doble. Se prepara el revestimiento oxidando electrolitica
mente una superflcle de aluminio y a continuacién contlnuan-
do la oxldacidn electrolitlca en condiciones que producen
una capa de 6xido de aluminio de barrera. No s6lo aumenta la
éomplejidad de la fabricacién de la capa anodizada sino que
élrespesor'limitante es de unasg 20 micfas Y el pot;ﬁéiél su-
péfficial & que se puede cargar la capa de 6xido tiene un mg

ximo de 620 voltioge = = = = = = - m e e ———a

En contraste con 1a técnlca anterior, la 1nvenc16n
proporclona una técnlca simple y segura para fabricar pelicu
las de 6x1do con espesores de hasta 100 mlcras y éabéces de
soportar varios miles de voltios. Las ventajas de la inven-

cién serdn mds evidentes de los siguientes ejemplos no limita

‘tivos, - - - . e e e e m .- e e e e oo o e e

EJEMPLO DE LA TEGNICA ANTERTOR

Un cilindro, fabricado de aleacién de aluminio

7075-T6, Se anodiza con capa dura en 4cido sulfdrico segtin

las enseﬁanzas de Wernick y Pinner. EL espesor final de la ca
pa anbdica es de 60 micras. Se pulveriza sobre el cilindro

anodizado un sistema de resina susceptible de curado con ul-
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travioletas de acuerdo con la férmula 1 de la Tabla II a con
tinuacién. Este liquido de baja viscosidad parece impregnar
los poros dentro de un'periodo de wn minuto. Después de va-
rios minutos, se frota la superficie del cilindro pars lim-
5 piar el exceso de liquido y se cura el cilindro impregnado
exponiendo el .cilindro a radiacién a partir de ungi}éppara
de arco de mercurio de presién media._Después de égiého por
radiacién, se pgle el cilindro con un papel de lijéudé malla
600 a un acabado de 25,4 micro-cm con la eliminacién de 3 6
10. 4 micras de 6xido. Se utiliza un aparejo de ensayéiﬁé}a geng
rar una carga electrostdtica sobre la superficie de~lé capa
de 6xido de aluminio. Se utiliza una fuente de corbﬁa.de io=-
nes para cargar lg superficie y se mide el potencial‘superi;
cial utilizando un electrdémetro de realiﬁentacién; A los ni-
15. veles mis elevados de carga utilizados, una tensiéh-de sélo
unos pocos voltios es aparente en la superficie..Eéfé’poten-
cial decae a cero deniro de un segundo mds o menos. Se deter
mine la resistencia dieléctrica de esta capa colocando un
7 contacto eléctrico con un peso leve con una cobertura de ra-
20, dio de 1,25 cm sobre la superficie del 6xido de aluminio y
aumentando gradualmente el poteﬁcial'aplicado entre este elec
trodo y el substrato de aluminio hasta atraer elevadas co-
rrientes a través de la capa. Utilizando tanto corriente con
tinua como corriente alterma y determinando el potencial de
25. ruptura en cierto nimero de puntos, se determina que la ten-

8ién de ruptura es del orden de 900 @& 1.200 VOltioSe = = = =
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As{, tanto los niveles de carga como la resisten-
cia dieléctrica logrados con este ejemplo de la técnica ante

rior son insatisfactorios. - = = = = = - w c c c mwc v oo

Los siguientes ejemplos que iiustran las ventajas
de la invencién sobre la técnica anterior se presentan en

forma de tabla a continuacifn. = = = = = = = = ~ ;~;—;7- -

1% 8 aq
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En todos los ejemplos de la Tabla I que implican
el calentamiento del aluminio, se realizé la impregnacién
con el aluminio todavia caliente (40-552C). Las muestras tra
tadas en horho de vacio se.déjaron enfriar a la temperatura
de tratamiento mientras se mantenfan en el vacfo. = = = = =

~ ~

Si bien no se intent6 la impregnacién al Vacfo con
resinas orgénicas, es evidente que calentando en uﬁ;ﬁorno de

vacio seguido de impregnacién al vacfo de la capa anbdica

proporclonaria las excelentes propiedades eléctr1éﬁ§‘exhib1-7'<

YN

das por los ejemplos arriba cltados utilizando el'mé%odo de

estamvencldn.--f-_-_----__-___-—:;.---

‘Si blen se han expuesto dzstlntos aspec*os de la

'invencldn en la memorla, debe quedar entendldo que la des-

crlpclén detallada que antecede sirve tinicamente - t*tulo de
1lustrac16n ¥ que pueden realizarse distintos caméfgé de par
tes, as{ como la substitucién de constituyentes equivalentes
por.loé ilustrados y descritos, sin separarse del espiritu

y aleance de la invencién segin se expone en las reivindica-

cionNes anNexaS, = = = w = = = o e o e s an ew o we e e o e e o e

A -los efectos consiguientes se declaran de novedad
¥ propiedad para Espafla, sus territorios ¥ plazas de sobera-

nia, las reivindicaciones que siguen. = = = = = = — - - -
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REIVINDICACIONES

1.= Perfeccionamientos en los aparatos electrofoto
grificos, que utilizan una doble transferencia de imagen, ca

racterizados porque el aparatc comprende: - - = = = = = = =

un elemento fotoconductor que contiene una ca-

pa superficial fotoconductora y un substrato interior conduc

! ) o
medios para cargar uniformemente dicha capa su

perficial fotoconductora; = = = = = w = = « — = = -sf'- - -

ey
ALV

medios para exponer la capa superficiéiqfoto—
conductora uniformemente cargada a un dibujo de luces y som-
bras que representa un original que se ha de reproducir, con
lo que se descarga selectivamente la capa superficiéifyAse

El

produce sobre la misma una imagen electrostitica lgtéﬁte; -

un elemento dieléctrico de imagen que contiene
una superficie aislante y un substrato conductor, sobre el
que se transfiere dicha imagen electrostdtica latente por me
dio de la ionizacién de aire en el espacio entre dicho ele-

mento de imagen y dicho elemento fotoconductor; ~ = = - =

medios para virar dicha imagen electrostdtica

latente para formar un homélogo vigible; y = = = = = = = = -

medios para transferir la imagen visible virada

TS T s

IR

A TG LRI e
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a u recepior. = = = = = - - - oo - - e e e e = e e

2.- Perfecdcionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque dicho elemento dieléctrico de imagen

comprende un tambor dieléctrico de imagen., - = = = = = = ~ -

3.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,

caracterizados porque se aplica una diferencia de potencial

_entre el substrato interior conductor de dicho elemento fo-

toconductor y el substrato conductor de dicho tamﬁbfkdieléc-
trico de imagen, induciendo de esta manera un esfﬁeiio elée~
trico en dicho espacio de aire y mejorando la ioniz%cidn del

gire en el mMiSmMO, = = = = = = = - ¢ 0 - Lo L oo - -

4.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque hay una capa sémiconductora,interpﬁes-
ta entre la capa superficial fotoconductora y el sﬁbétrato

interior conductor del elemento fotoconductor. - - I

S.f Perfeccionamientos segiin la reivindicacidén 2,
caracterizados porque los medios para éargar uniformemente
dicha capa superficial fotoconductora comprenden dos electro
dos separados por un dieléctrico, medios para producir uné
descarga de alta tensién Y de frecuencia alterna entre di-
chos electrodos, y medios para generar un campo eléctrico au

xiliar para extraer iones de dicha descarga. = = = = = = «

- 6.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
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caracterizados porque hay una ldmpara de borrado dispuesta
Junto a dicho elemento fotoconductor, funcionando dicha l4m-
para de bérrado para descargar por debajo de un nivel desea~
do toda imagen residual que permanezca sobre la superficie
fotoconductora después de transferencia de la imagen elec-

trostdtica latente al tambor dieléctrico de imagen. = = - -

7.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque los medios para transferir la imagen
visible virada al receptor efectdan también una fijécién gi=-

multinea por presién de la imagen virada a dicho rééeﬁtor. -

8.~ Perfeccionamientos segin la reivindizavién 7,
caracterizados porque los medios para la transferencia de
imagen y fijacidn por presién simultdneas comprenden un tam-
bor de presién rotativo en confacto con dicho tambor dieléc—
trico de imagen y una banda receptora que pasa entrgigl tan-
bor dieléctrico de imagen y dicho tambor de presidn)eﬁ el

thodecontacto‘-‘- ----- ---——-—-—--——..

9.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque dich§ elémento fotoconductor comprende
un tambor fotoconductor que estd separado de dicho tambor
dieléctrico de imagen en no més de dos milésimas de pulgads

(aprox., 5 milésimas de centimetro), = = = = = = = = = = = —

10.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,

caracterizados porque dicho elemento fotoconductor comprende

TR T
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una correa flexible. = = - - = = w v o o o L o Lo —-————

11.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 4,
caracterizados porque dicha capa semiconductora esté compues

ta de aluminio anocdizado poroso. - et B

.12.-_Perfeccionamientds seéﬁn la reivindicaeién 2,
caracterizados porque la superficie aislante de dicho tambor
dieléctrico de imagen tiene un espesor de mis de aprdximada—
ﬁente unarmilésima.de pulgadar(aprox., 2,5 milési&h§3de cen-
timetro), una resistividad de més de aproxira damente 1012
ohmio/centimetros ¥y una lisura superior a aproximadamente 20
micropulgadas (aprox., 50 microcentimetros) de valgitmedio

cuadrdticos = = = = = - = - w L L L L.

13.~ Perfeccionamientos segin la re1v1nd1cac16n 2,
caracterizados porque la superficie aislante de dlcno tambor
dieléctrico de imagen es de un material escogido de";a clase
que comprende el 6xido de aluminio, el esmalte vitreo y las
resinas que ineluyen las poliamidas, poliimidas y fluoropléds

BLCOS: = = = m e e e e e e L L e e el e e me oL

14.- Perfeccionamientos gegin la reivindicacién 2,
caracterlzados porque dicho tambor dieldctrico de imagen es-

t4 compuesto de aluminio anodizado poroso impregnado con un

material aislante. - - = = = -« - m L - L L _ . ___

15.= Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
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caracterizadoes porque dicho tambor dieléctrico de imngen es-
14 cempuesic de un nlcleo de acero inoxidable no magnético
revestido mediante una técnica de pulverizacién de plasma

con ung capa de 6xido de aluminio de elevada densidad, - - -

16.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque dicha capa superficisl fotoconductora
consiste substancialmente en polvo de sulfuro de cadmio en

un aglutinante de resina. - - = - = = = = = = - =~ -

17.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque dicha capa superficial fotocorductora
consiste substancialmente en sulfoselenuro de cadmioc en un

aglutinante de resing, = = = = = = = =« & - 0w o - - - -

18.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque dicha capa superficial fotocorductora
consiste substancialmente en un complejo equimolar de carba-

zol de polivinilo y trinitrofluorencna., = = = = = =o = = -

19.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 8,
caracterizados porque dicho tambor de presidén rotativo ests

revestido de un material plédstico absorbedor de esfuerzos. =

20.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
19, caracterizados porque el material absorbedor de esfuer~

zos es de una clase que comprenden el nylon y el polidster.-

21.~ Perfeccionamientos seglin la reivindicacién 8,

i e

B oA
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caracterizados porque el aparato incluye ademds dos rasque-
tas metdlicas dispuestas junto al tambor dieléctrico de-ima-

gen y al tambor de presifn. = = = = = = o - - - o oo oo

22.-~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 2,
caracterizados pdrque el aparato incluye ademds medios para
borrar tods imagen electrostdtica remanente después de termi

nada la transferencia de la imagen virada. « = = = = « — — -

23.- Perfeccionaumientos segin la reivindiba&idn'

22, caracterizados porque los medios de borrado compiénden

un elemento con rejilla y una fuente de iones generads por

corona de corriente alterna. = -« = = = = - - -———— - - -

24.; Perfeccionamientos segﬁnrla reivindicacién
22, caracterizados porque dichos medios de borradojépmpreh— '
den electrodés en ambos lados de la superficie aisiéhte de
dicho tambor dieléectrico de imagen, entre los que s;’éfec-
tuan descargas de corriente alterna de elévada freévéhcia

para borrar la iMagen, = = = = = = - = = - - - - o - - = e -

25.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 22,

caracterizados porgque dichos medios de borrado comprenden un

conductor puesto a masa o wn semiconductor puesto a masa que
se mantiene en contacto Intimo con 1la superficie aislante de

dicho tambor dieléctrico de imagen. - - - — — — — =  _ --

26.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 25,
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caracterizados porque dicho conductor puestoc a masa consiste

en una rasqueta metdlica fuertemente cargada, = = = = = — -

27.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién
25, caracterizados porque dicho semiconductor puesto a masa

consiste en un rodillo semiconductor. =~ = = = = = « — = = -

28.~ Perfeccionamientos segiin la reivindicacién 1,
caracterizados porque dicho elemento fotoconductor comprende
ademis una subcapa semiconducfora interpuesta entrellg caps,
superficial fotoconductora y el substrato interior conduc-

TOPe o = o e e o e e e . e - . e - - e e

29.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién
28, caracterizados porque dicha subcapa semiconductors tiene

una resistividad de entre 103 ' 1012 ohmio/centimetrés‘ - -

30.- Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
28, caracterizados porque dicha subcapa gsemiconductora se es
coge de entre la clase que comprende los pldsticos semicon-

ductores y los elastémeros semiconductores. — — = — = — — -

-

31.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
28, caracterizados porque dichs subcapa semiconductora se es
coge de entre la clase que comprende los conductores disper-

808 en una matriz de pldstico o de cauch0. = =« = = = w « - -

32.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién

31, caracterizados porque la capa semiconductora se escoge de

..... - . - T T TR

T S Y R X AT T

-
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entre la clase que comprende el negro de carbdn disperso en
caucho, el negro de carbén disperso en una resina epoxi o

el sulfuro de  cadmio en unag matriz de pléstico, = = = - - -

33.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
28, caracterizados porque dicha capa semiconductora se esco-
ge de entre la clase que comprende el sulfuro de cadmio dis-

perso en un aglutinante, el selenio amorfo y las aleaciones

de selgnio, las capas aglutinantes con 6xido de zinc y los

fotoconductores orgdnicos. = = = = = = = ——— - - - -

34.- Perfeccionamientos segin la reivindiecacidn
'28; caracterizados porque dicha cape superficial foteconduc~—
tora y dicha subcapa semiconductora tienen un espesor del or

den de una milésima a 750 milésimas de pulgada (aprox.,

0,0025 a2 1,9 €M) = = = = = = = = = = =

W wm b e e ww m e we e

35.= Perfeccionamientos segin la reivindicacién
28, caracterizados porque dicha capa superficial fotcconduce

tora y dicha cape semiconductora son capas formadas con la

misma Matriz, = = = = = =@ o - ;W W L f e e L

36.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién
35, caracterizados porque dicha matriz es una resina orgénica

termofijada, = = = = « « = - -

37.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién

36, caracterizados porque dicha matriz contiene una concen-—

ST
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tracién de sulfuro de cadmio, = = = = = = = o = = o - - = «

38.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
37, caracterizados porgue la concenfracidn de sulfuro de
cadmio en dicha subcapa semiconductora es de aproximadamente
un 30% y la concentracién de sulfuro de cadmio en dicha capa

guperficial fotoconductora es de aproximadamente un 18%. - -

39.~ "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS APARATOS ELECTRO-
FOTOGRAFICOS™: = = = = = = w = = = = = = ~ —mm e m e - -

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que congta de ochenta y seis hojas{»folia—
das y mecanografiadas por una sola de sus caras, y de ocho

ldminas de dibujos que la ilustran.

MADRID, 24 OCTUERE 1978
P.A. M. CURELL SUNOL
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